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Beschreibung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft optoelekt-
ronische Bauelemente, d. h. typischerweise eine 
EL-(Elektrolumineszenz) Anzeigeeinrichtung, die aus 
einem Halbleiterelement (ein Element mit einer dün-
nen Halbleiterschicht) auf einem Substrat hergestellt 
ist, und betrifft ferner eine elektronische Einrichtung 
(ein elektronisches Bauelement) mit dem elektroopti-
schen Bauelement als eine Anzeige (wird auch als 
Anzeigenbereich bezeichnet).

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Techniken zur Herstellung eines TFT auf ei-
nem Substrat haben sich in den letzten Jahren sehr 
etabliert und Entwicklungen für die Anwendungen ei-
ner Anzeigeeinrichtung mit aktiver Matrix schreiten 
stetig voran. Insbesondere ein TFT unter Anwendung 
einer Polysiliziumschicht besitzt eine höhere elektri-
sche Feldeffektbeweglichkeit (die auch als Beweg-
lichkeit bezeichnet wird) im Vergleich zu einem TFT, 
in welchem eine konventionelle amorphe Silizium-
schicht eingesetzt ist, und es ist daher eine hohe Be-
triebsgeschwindigkeit möglich. Folglich ist es mög-
lich, die Pixelsteuerung, die konventioneller Weise 
durch eine extern zu dem Substrat vorliegende An-
steuerschaltung ausgeführt wird, mittels einer An-
steuerschaltung auszuführen, die auf dem gleichen 
Substrat wie die Pixel ausgebildet ist.

[0003] Diese Art einer Anzeigeeinrichtung mit akti-
ver Matrix ist von großem Interesse auf Grund der 
vielen Vorteile, die durch den Einbau der diversen 
Schaltungen und Elemente in demselben Substrat 
für diese Art einer Anzeigeeinrichtung mit aktiver Ma-
trix erreicht werden können, etwa geringere Ferti-
gungskosten, eine geringere Baugröße, erhöhte Aus-
beute und ein größerer Durchsatz.

[0004] Schaltelemente werden für jedes Pixel in der 
Anzeigenrichtung mit aktiver Matrix durch einen TFT 
gebildet, die Stromsteuerung wird mittels Treiber- 
bzw. Ansteuerelemente unter Anwendung der Schal-
telemente ausgeführt, und eine EL-Schicht (Elektro-
lumineszenzschicht) ist vorgesehen, um Licht auszu-
senden. Eine typische Pixelstruktur in dieser Hinsicht 
ist beispielsweise in Fig. 1 des US-Patents 
5,684,365 (japanische Patentoffenlegungsschrift Nr.: 
Hei 8-234683) und in EP 942407 (japanische 
PCT-Offenlegungsschrift WO98/36405) offenbart.

[0005] Wie in Fig. 1 des US-Patents gezeigt ist, ist 
ein Senkenanschluss bzw. ein Drain eines Schaltele-
ments (T1) mit einer Tor- bzw. Gateelektrode eines 
Stromsteuerelements (T2) und auch parallel mit ei-
nem Kondensator (Cs) verbunden. Die Gatespan-
nung des Stromsteuerelements (T2) wird durch die in 

dem Kondensator (Cs) gespeicherte elektrische La-
dung beibehalten.

[0006] Wenn andererseits das Schaltelement (T1) 
nicht ausgewählt ist, läuft elektrische Ladung durch 
das Schaltelement (T1), wenn der Kondensator (Cs) 
nicht angeschlossen ist (der Stromfluss wird zu die-
sem Zeitpunkt als ein Sperrstrom bzw. Strom im 
Aus-Zustand bezeichnet), und die an die Gateelek-
trode des Stromsteuerelements (T2) angelegte 
Spannung kann nicht aufrecht erhalten werden. Dies 
ist ein Problem, das unvermeidbar ist, da das Schal-
telement (T1) durch einen Transistor gebildet ist. Je-
doch ist der Kondensator (Cs) innerhalb des Pixels 
ausgebildet, und daher ist dies ein Beitrag, um die ef-
fektive emittierende Oberfläche (effektive Bildanzei-
gefläche) des Pixels zu reduzieren.

[0007] Es ist daher erforderlich, dass ein großer 
Strom in dem Stromsteuerelement (T2) fließt, um da-
mit die EL-Schicht zum Leuchten zu bringen. In ande-
ren Worten, das Verhalten, das für den TFT erforder-
lich ist, ist in dem Schaltelement vollkommen unter-
schiedlich im Vergleich zu dem Stromsteuerelement. 
In diesem Falle ist es schwierig, das Leistungsverhal-
ten, das für alle Schaltungen und Elemente erforder-
lich ist, lediglich mit einer einzelnen TFT-Struktur si-
cherzustellen.

Überblick über die Erfindung

[0008] Angesichts der zuvor beschriebenen kon-
ventionellen Technik ist es eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein elektrooptisches Bauelement 
mit gutem Funktionsverhalten und hoher Zuverläs-
sigkeit bereitzustellen, und insbesondere eine 
EL-Anzeigeeinrichtung bereitzustellen. Eine weitere 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
die Qualität des elektronischen Bauelements (ein 
elektronisches Bauelement) mit dem elektroopti-
schen Bauelement als Anzeige zu verbessern, indem 
die Bildqualität des elektrooptischen Bauelements 
verbessert wird.

[0009] Um die vorhergehenden Aufgaben zu lösen, 
stellt die vorliegende Erfindung TFT's mit einer opti-
malen Struktur im Hinblick auf das Leistungsverhal-
ten bereit, das für Elemente erforderlich ist, die in je-
dem Pixel des EL-Anzeigebauelements enthalten 
sind. Anders ausgedrückt, es sind TFT's mit unter-
schiedlichen Strukturen innerhalb des gleichen Pi-
xels vorhanden.

[0010] Insbesondere besitzt ein Element, in wel-
chem als Hauptmerkmal eine ausreichende Absen-
kung des Wertes des Sperrstromes angestrebt ist (et-
wa als Schaltelement), einen TFT-Aufbau, in wel-
chem tatsächlich die Reduzierung des Sperrstrom-
wertes anstelle einer hohen Betriebsgeschwindigkeit 
verwirklicht ist. Ein Element, in welchem ein hoher 
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Durchlassstrom (etwa ein Stromsteuerelement) ver-
wirklicht werden soll, besitzt eine TFT-Struktur, in der 
der Durchlassstrom hoch ist und wobei die beein-
trächtigende Einwirkung auf Grund der Einprägung 
heißer bzw. energiereicher Ladungsträger ausge-
prägt ist, was zu Problemen führen kann, anstatt 
dass die Verringerung des Sperrstromes in den Vor-
dergrund gestellt wird.

[0011] Es ist möglich, das Betriebsleistungsverhal-
ten des EL-Anzeigebauelements zu verbessern, und 
dessen Zuverlässigkeit zu erhöhen, wenn die vorlie-
gende Erfindung angewendet wird, indem in geeig-
neter Weise TFT's auf dem gleichen Substrat einge-
setzt werden, wie dies zuvor beschrieben ist. Zu be-
achten ist, dass die Konzepte der vorliegenden Erfin-
dung nicht auf einen Pixelbereich beschränkt sind 
und dass die vorliegende Erfindung sich dadurch 
auszeichnet, dass es möglich ist, den TFT-Aufbau, 
der in dem Pixelbereich und in einem Ansteuerschal-
tungsbereich zum Ansteuern des Pixelbereichs ent-
halten ist, zu optimieren.

[0012] Um die Aufgaben zu lösen, wird ein elektro-
nisches Bauelement angegeben, das ein Pixel ent-
hält, wie es im Anspruch 1 beschrieben ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0013] In den begleitenden Zeichnungen zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Diagrammansicht, wobei die 
Querschnittsstruktur des Pixelbereichs eines EL-An-
zeigebauelements gezeigt ist;

[0015] Fig. 2a und Fig. 2b Diagramme, die eine 
Draufsicht und den Aufbau des Pixelbereichs eines 
EL-Anzeigebauelements zeigen;

[0016] Fig. 3a bis Fig. 3e Ansichten, die Ferti-
gungsverfahren für eine EL-Anzeigeeinrichtung mit 
aktiver Matrix darstellen;

[0017] Fig. 4a bis Fig. 4d Diagramme, die Ferti-
gungsprozesse eines EL-Anzeigeelements mit akti-
ver Matrix zeigen;

[0018] Fig. 5a bis Fig. 5c Ansichten, die Ferti-
gungsprozesse eines EL-Anzeigebauelements mit 
aktiver Matrix zeigen;

[0019] Fig. 6 eine Ansicht, in der eine externe An-
sicht eines EL-Moduls gezeigt ist;

[0020] Fig. 7 ein Diagramm, das die Schaltungs-
blockstruktur eines EL-Anzeigebauelements zeigt;

[0021] Fig. 8 eine vergrößerte Ansicht des Pixelbe-
reichs eines EL-Anzeigebauelements;

[0022] Fig. 9 eine Ansicht, in der der Aufbau einer 
Abtastschaltung eines EL-Anzeigebauelements ge-
zeigt ist;

[0023] Fig. 10 eine Ansicht, die die Zusammenset-
zung des Pixelbereichs eines EL-Anzeigebauele-
ments zeigt;

[0024] Fig. 11 eine Ansicht, die den Querschnitts-
aufbau eines EL-Anzeigebauelements zeigt;

[0025] Fig. 12a und Fig. 12b Ansichten, die eine 
Draufsicht bzw. die Struktur des Pixelbereichs eines 
EL-Anzeigebauelements zeigen;

[0026] Fig. 13 eine Ansicht, die den Querschnitt des 
Pixelbereichs eines EL-Anzeigebauelements zeigt;

[0027] Fig. 14 eine Ansicht, die die Querschnitts-
struktur des Pixelbereichs eines EL-Anzeigebauele-
ments zeigt;

[0028] Fig. 15a und Fig. 15b Ansichten, die eine 
Draufsicht bzw. eine Gesamtstruktur des Pixelbe-
reichs eines EL-Anzeigebauelements zeigen;

[0029] Fig. 16a bis Fig. 16f Ansichten, die spezielle 
Beispiele eines elektrischen Bauelements zeigen;

[0030] Fig. 17a und Fig. 17b Ansichten, die ein 
EL-Modul von außen zeigen;

[0031] Fig. 18a bis Fig. 18c Ansichten, die Ferti-
gungsprozesse einer Kontaktstruktur zeigen;

[0032] Fig. 19 eine Ansicht, die den Schichtaufbau 
einer EL-Schicht zeigt;

[0033] Fig. 20a und Fig. 20b Ansichten, die spezi-
elle Beispiele elektronischer Bauelemente zeigen;

[0034] Fig. 21a und Fig. 21b Ansichten, die die 
Schaltungszusammensetzung des Pixelbereichs ei-
nes EL-Anzeigebauelements zeigen;

[0035] Fig. 22a und Fig. 22b Ansichten, die den 
Schaltungsaufbau des Pixelbereichs eines EL-Anzei-
gebauelements zeigen; und

[0036] Fig. 23 eine Ansicht, die den Querschnitt des 
Pixelbereichs einer EL-Anzeigeeinrichtung zeigt.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

Ausführungsform

[0037] Fig. 1 bis Fig. 2b dienen zum Erläutern der 
bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung. In Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht ei-
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nes Pixels eines EL-Anzeigebauelements der vorlie-
genden Erfindung gezeigt, und Fig. 2a ist eine Drauf-
sicht davon dargestellt und in Fig. 2b ist eine Schal-
tungszusammenstellung gezeigt. In der Praxis wird 
ein Pixelbereich (Bildanzeigebereich) mit einer gro-
ßen Anzahl dieser Art von Pixeln, die in einer Matri-
xanordnung angebracht sind, aufgebaut.

[0038] Zu beachten ist, dass die Querschnittsan-
sicht der Fig. 1 einen Querschnitt entlang der Linie 
A-A' in der Draufsicht aus Fig. 2a zeigt. Es werden in 
den Fig. 1 und Fig. 2a und Fig. 2b gleiche Bezugs-
zeichen verwendet und es wird daher auf die Figuren 
nach Bedarf hingewiesen. Ferner sind in der Drauf-
sicht aus Fig. 2a zwei Pixel gezeigt und beide besit-
zen den gleichen Aufbau.

[0039] Bezugszeichen 11 bezeichnet ein Substrat 
und Bezugszeichen 12 bezeichnet eine Basisschicht 
in Fig. 1. Ein Glassubstrat, ein Glaskeramiksubstrat, 
ein Quarzsubstrat, ein Siliziumsubstrat, ein Keramik-
substrat, ein Metallsubstrat oder ein Kunststoffsubst-
rat (einschließlich einer Kunststoffschicht) können als 
das Substrat 11 verwendet werden.

[0040] Insbesondere ist die Basisschicht 12 für Fälle 
vorteilhaft, in denen ein Substrat mit beweglichen Io-
nen oder ein Substrat mit Leitfähigkeit verwendet 
wird, wobei diese Schicht für ein Quarzsubstrat nicht 
hergestellt werden muss. Eine isolierende Schicht 
mit Silizium kann auf der Basisschicht 12 gebildet 
werden. Zu beachten ist, dass der Begriff „isolierende 
Schicht mit Silizium" insbesondere eine isolierende 
Schicht bezeichnet, die Silizium, Sauerstoff und 
Stickstoff in vorbestimmten Verhältnissen enthält, 
beispielsweise in Form einer Siliziumoxidschicht, ei-
ner Siliziumnitridschicht, einer Siliziumoxinitrid-
schicht (die als SiOxNy bezeichnet wird).

[0041] Im vorliegenden Falle sind die beiden TFT's 
innerhalb des Pixels gebildet. Bezugszeichnen 201
bezeichnet einen TFT, der als ein Schaltelement dient 
(im Weiteren als ein Schalt-TFT bezeichnet), und Be-
zugszeichnen 202 bezeichnet einen TFT, der als ein 
Stromsteuerelement dient, um die Größe des Stro-
mes zu steuern, der durch ein EL-Element fließt (im 
Weiteren als ein Stromsteuer-TFT bezeichnet), und 
beide TFT's sind als n-Kanal-TFT's aus gebildet.

[0042] Die Feldeffektbeweglichkeit des n-Ka-
nal-TFT's ist größer als die Feldeffektbeweglichkeit 
eines p-Kanal-TFT's, und daher ist die Arbeitsge-
schwindigkeit hoch und es kann effizient ein elektri-
scher Stromfluss stattfinden. Bei gleicher Größe des 
Stromflusses kann der n-Kanal-TFT kleiner herge-
stellt werden. Der effektive Oberflächenbereich des 
Anzeigebereichs wird daher größer, wenn ein n-Ka-
nal-TFT als Stromsteuer-TFT verwendet wird, und 
dies wird als vorteilhaft erachtet.

[0043] Der p-Kanal-TFT besitzt die Vorteile, dass 
das Einprägen energiereicher Ladungsträger im We-
sentlichen kein Problem darstellt, und dass der 
Sperrstrom geringer ist, und es gibt bereits Berichte 
über Beispiele unter Anwendung eines p-Ka-
nal-TFT's als Schalt-TFT und als Stromsteuer-TFT. 
Unter Anwendung eines Aufbaus, in welchem die Po-
sition eines LDD-Gebiets unterschiedlich ist, kann je-
doch die Problematik der Einprägung energiereicher 
Ladungsträger und des Leckstromwertes in einem 
n-Kanal-TFT erfindungsgemäß gelöst werden. Die 
vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch, dass 
ein n-Kanal-TFT für alle TFT's innerhalb aller Pixel 
eingesetzt werden kann.

[0044] Es sollte beachtet werden, dass es nicht er-
forderlich, den Schalt-TFT und den Stromsteuer-TFT 
auf n-Kanal-TFT's in der vorliegenden Erfindung zu 
beschränken, und es ist möglich, p-Kanal-TFT's für 
den Schalt-TFT, den Stromsteuer-TFT oder beides zu 
verwenden.

[0045] Der Schalt-TFT 201 ist aufgebaut aus: einer 
aktiven Schicht mit einem Quellengebiet bzw. Sour-
ce-Gebiet 13, einem Drain-Gebiet 14, LDD-Gebieten 
15a bis 15d, einem Dotiergebiet mit hoher Konzent-
ration 16 und kanalbildenden Gebieten 17a und 17n, 
einer Gateisolationsschicht 18, Gateelektroden 19a
und 19b, einer ersten Zwischenisolationsschicht 20, 
einer Source-Verdrahtung 21 und einer Drain-Ver-
drahtung 22.

[0046] Wie in Fig. 2a gezeigt ist, zeichnet sich die 
vorliegende Erfindung dadurch aus, dass die Gatee-
lektroden 19a und 19b zu einer Doppel-Gate-Struktur 
ausgebaut sind, die elektrisch durch eine Gatever-
drahtung 211 verbunden ist, die durch ein anderes 
Material (ein Material mit einem geringeren Wider-
stand als die Gateelektrode 19a und 19b) ausgebil-
det ist. Es kann nicht nur eine Doppel-Gate-Struktur, 
sondern auch eine sogenannte Mehrfachgatestruktur 
(eine Struktur mit einer aktiven Schicht mit zwei oder 
mehr kanalbildenden Gebieten, die in Reihe geschal-
tet sind), etwa eine Dreifachgatestruktur, eingesetzt 
werden. Die Mehrfachgatestruktur ist äußerst wirk-
sam bei der Verringerung des Wertes des Leckstro-
mes; durch das Vorsehen des Schalt-TFT's 201 des 
Pixels in Form einer Mehrfachgatestruktur gemäß
der vorliegenden Erfindung kann ein geringer Sperr-
stromwert für den Schalt-TFT realisiert werden.

[0047] Die aktive Schicht ist durch eine Halbleiter-
schicht mit einer Kristallstruktur vorgesehen. Anders 
ausgedrückt, es kann eine einkristalline Halbleiter-
schicht verwendet werden, oder es kann eine poly-
kristalline Halbleiterschicht oder eine mikrokristalline 
Halbleiterschicht verwendet werden. Die Gateisolati-
onsschicht 18 kann durch eine isolierende Schicht 
mit Silizium hergestellt werden. Des weiteren kann 
eine leitende Schicht für alle Gateelektroden, die 
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Sourceverdrahtung und die Gateverdrahtung ver-
wendet werden.

[0048] Des weiteren sind die LDD-Gebiete 15a bis 
15d in dem Schalt-TFT 201 so ausgebildet, dass die-
se nicht mit den Gateelektroden 19a und 19b über-
lappen, indem die Gateisolationsschicht 18 dazwi-
schen vorgesehen ist. Dieser Aufbau ist äußerst wirk-
sam für die Reduzierung des Sperrstromes.

[0049] Zu beachten ist, dass die Ausbildung eines 
Offset-Gebiets (ein Gebiet, das eine Halbleiterschicht 
mit dem gleichen Aufbau wie die kanalbildenden Ge-
biete besitzt und an das die Gatespannung nicht an-
gelegt wird) zwischen den kanalbildenden Gebieten 
und den LDD-Gebiet vorteilhafter ist, um den Sperr-
strom zu verringern. Wenn eine Mehrfachgatestruk-
tur mit zwei oder mehr Gateelektroden verwendet 
wird, ist das dotierte Gebiet mit hoher Konzentration, 
das zwischen den kanalbildenden Gebieten ausge-
bildet ist, vorteilhaft für die Reduzierung des Wertes 
des Sperrstromes.

[0050] Unter Anwendung des Mehrfachgatestruk-
tur-TFT's als Schalt-TFT 201 kann ein Schaltelement 
mit einem ausreichend geringen Sperrstromwert ge-
mäß der vorliegenden Erfindung verwirklicht werden. 
Die Gatespannung des Stromsteuerelements kann 
daher für eine ausreichende Zeitdauer (für eine Dau-
er von einer Auswahl bis zur nächsten Auswahl) bei-
behalten werden, ohne dass ein Kondensator (Cs), 
wie er etwa in dem konventionellen Beispiel vorgese-
hen ist, ausgebildet wird.

[0051] Insbesondere ist es möglich, den Kondensa-
tor wegzulassen, der eine Verringerung der wirksa-
men Lumineszenzoberfläche bewirkt, und es ist so-
mit möglich, die wirksame strahlende Fläche zu ver-
größern. Dies bedeutet, dass die Bildqualität des 
EL-Anzeigebauelements zur Erhöhung der Helligkeit 
verbessert werden kann.

[0052] Ferner ist der Stromsteuer-TFT 202 ausge-
bildet mit: einer aktiven Schicht mit einem Sour-
ce-Gebiet 31, einem Drain-Gebiet 32, einem 
LDD-Gebiet 33 und einem kanalbildenden Gebiet 34; 
einer Gateisolationsschicht 18; einer Gateelektrode 
35; der ersten Zwischenschichtisolationsschicht 20; 
einer Sourceverdrahtung 36; und einer Drainverdrah-
tung 37. Zu beachten ist, dass die Gateelektrode 35
eine Einzelgatestruktur ist, wobei jedoch eine Mehr-
fachgatestruktur verwendet werden kann.

[0053] Wie in den Fig. 2a und Fig. 2b gezeigt ist, ist 
das Drain des Schalt-TFT's 202 elektrisch mit dem 
Gate des Stromsteuer-TFT's 202 verbunden. Insbe-
sondere ist die Gateelektrode 35 des Stromsteu-
er-TFT's 202 elektrisch mit dem Draingebiet 14 des 
Schalt-TFT's 201 über die Drainverdrahtung (die 
auch als eine Verbindungsverdrahtung bezeichnet 

ist) 22 verbunden. Ferner ist die Source-Verdrahtung 
36 mit einer Verdrahtung 212 für die elektrische Ver-
sorgung verbunden.

[0054] Eine Eigenschaft des Stromsteuer-TFT's 202
besteht darin, dass seine Kanalbreite größer ist als 
die Kanalbreite des Schalt-TFT's 202. D. h., wie in 
Fig. 8 gezeigt ist, wenn die Kanallänge des 
Schalt-TFT als L1 und dessen Kanalbreite als W1 be-
zeichnet wird, und wenn die Kanallänge des Strom-
steuer-TFT's als L2 und seine Kanalbreite als W2 be-
zeichnet werden, lässt sich das Verhältnis ausdrü-
cken W2/L2 ≥ 5 × W1/L1 (vorzugsweise ist W2/L2 ≤
10 × W1/L1). Folglich ist es möglich, dass in dem 
Stromsteuer-TFT mehr Strom ist als in dem 
Schalt-TFT, fließt.

[0055] Zu beachten ist, dass die Kanallänge L1 des 
Schalt-TFT's mit Mehrfachgatestruktur die Summe 
aller Kanallängen der zwei oder mehr kanalbildenden 
Gebiete ist. Im Falle der Fig. 8 ist eine Dop-
pel-Gate-Struktur verwendet, und daher ergibt die 
Summe der Kanallängen L1a und L1b der beiden ka-
nalbildenden Gebiete die Kanallänge L1 des 
Schalt-TFT's.

[0056] Die Kanallängen L1 und L2 und die Ka-
nalbreiten W1 und W2 sind erfindungsgemäß nicht 
auf spezielle Wertebereiche eingeschränkt, aber es 
ist vorteilhaft, das W1 im Bereich von 0,1 bis 5 μm (ty-
pischerweise zwischen 1 und 3 μm) liegt und das W2 
im Bereich von 0,5 bis 30 μm (typischerweise zwi-
schen 2 und 10 μm) liegt. Es ist vorteilhaft, dass L1m 
Bereich von 0,2 bis 18 μm (typischerweise zwischen 
2 und 15 μm) liegt, und dass L2 im Bereich von 0,1 
bis 50 μm (typischerweise zwischen 1 und 20 μm) 
liegt.

[0057] Zu beachten ist, dass es vorteilhaft ist, die 
Kanallänge L in dem Stromsteuer-TFT größer zu 
wählen, um einen übermäßigen Stromfluss zu ver-
hindern. Vorzugsweise ist W2/L2 ≥ 3 (und insbeson-
dere ist W2/L2 ≥ 5). Es ist ferner vorteilhaft, dass der 
Stromfluss pro Pixel bei 0,5 bis 2 μA (besser von 1 bis 
1,5 μA) liegt.

[0058] Durch Festlegen der Werte auf diesen Be-
reich können alle Standards, von einer EL-Anzeige-
einrichtung mit einer Anzahl von Pixeln gemäß der 
VGA-Klasse (640 × 480) bis zu einer EL-Anzeigeein-
richtung mit einer Anzahl von Pixeln, die einer größe-
ren Auflösung entspricht (1920 × 1080), verwirklicht 
werden.

[0059] Ferner wird die Länge (Breite) des LDD-Ge-
biets, das in dem Schalt-TFT 201 gebildet ist, auf ei-
nen Bereich von 0,5 bis 3,5 μm und typischerweise 
von 2,0 bis 2,5 μm festgelegt.

[0060] Die EL-Anzeigeeinrichtung, die in Fig. 1 ge-
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zeigt ist, zeichnet sich dadurch aus, dass das 
LDD-Gebiet 33 zwischen dem Drain-Gebiet 32 und 
dem kanalbildenden Gebiet 34 in dem Stromsteu-
er-TFT 202 ausgebildet ist. Ferner besitzt das 
LDD-Gebiet 33 sowohl ein Gebiet, das mit der Gate-
elektrode 35 überlappt, als auch ein Gebiet, das mit 
der Gateelektrode 35 nicht überlappt, wobei eine 
Gateisolationsschicht 18 dazwischen angeordnet ist.

[0061] Der Stromsteuer-TFT 202 liefert einen 
Strom, so dass das EL-Element 203 leuchtet, und 
gleichzeitig wird der Betrag des zugeführten Stromes 
gesteuert, so dass eine Graustufenanzeige möglich 
ist. Es ist daher notwendig, dass keine Beeinträchti-
gung auftritt, wenn der Strom fließt, und dass Maß-
nahmen getroffen werden, um eine Beeinträchtigung 
auf Grund des Einprägens energiereicher Ladungs-
träger zu verhindern. Wenn ferner die Farbe schwarz 
angezeigt wird, wird der Stromsteuer-TFT 202 in den 
Aus-Zustand versetzt, wobei, wenn dann der Sperr-
stromwert hoch ist, eine saubere Anzeige mit schwar-
zer Farbe nicht möglicht ist, und dies ergibt Probleme 
im Hinblick auf einen geringeren Kontrast. Es ist da-
her notwendig, den Wert des Sperrstromes zu verrin-
gern.

[0062] Im Hinblick auf die Funktionsbeeinträchti-
gung auf Grund der Einprägung energiereicher La-
dungsträger ist es bekannt, dass ein Aufbau, in wel-
chem das LDD-Gebiet mit der Gateelektrode über-
lappt, sehr effizient ist. Wenn jedoch das gesamte 
LDD-Gebiet so ausgebildet ist, dass es mit der Gate-
elektrode überlappt, dann steigt der Wert des Sperr-
stromes an, und daher werden durch die vorliegende 
Erfindung sowohl das Problem der energiereichen 
Ladungsträger als auch der Sperrstrom mittels einer 
neuartigen Struktur gelöst, wobei ein LDD-Gebiet, 
das nicht mit der Gateelektrode überlappt, in Reihen-
schaltung ausgebildet wird.

[0063] Die Länge des LDD-Gebiets, das mit der 
Gatelektrode überlappt, kann dabei in einem Bereich 
von 0,1 bis 3 μm liegen (vorzugsweise zwischen 0,3 
und 1,5 μm). Wenn das Überlappungsgebiet zu lang 
ist, dann wird die parasitäre Kapazität größer, und 
wenn dieses zu kurz ist, dann wird die Wirkung zur 
Verhinderung energiereicher Ladungsträger verrin-
gert. Ferner kann die Länge des LDD-Gebiets, das 
nicht mit der Gateelektrode überlappt, auf einen Be-
reich von 1,0 bis 3,6 μm (vorzugsweise von 1,5 bis 
2,0 μm) eingestellt werden. Wenn dieses Gebiet zu 
lang ist, kann kein ausreichend großer Strom fließen, 
und wenn es zu kurz ist, dann ist die Wirkung des 
Verringerns des Sperrstroms nicht ausreichend aus-
geprägt.

[0064] In der zuvor genannten Struktur ist eine pa-
rasitäre Kapazität in dem Gebiet ausgebildet, in dem 
die Gateelektrode und das LDD-Gebiet überlappen, 
und daher ist es vorteilhaft, dass dieses Gebiet nicht 

zwischen dem Sourcegebiet 31 und dem kanalbil-
denden Gebiet 34 gebildet ist. Die Ladungsträger 
(Elektronen in diesem Falle) besitzen eine Strö-
mungsrichtung, die stets für den Stromsteuer-TFT 
gleich ist, und daher ist es ausreichend, das LDD-Ge-
biet lediglich auf Seite des Draingebiets zu bilden.

[0065] Ferner ist es im Hinblick auf das Erhöhen des 
möglichen Durchlassstromes vorteilhaft, die Schicht-
dicke der aktiven Schicht (insbesondere des kanalbil-
denden Gebiets) des Stromsteuer-TFT's 202 mög-
lichst groß zu machen (vorzugsweise von 50 bis 100 
nm oder noch besser von 60 bis 80 nm). Andererseits 
gilt im Hinblick auf das Verringern des Sperrstromes 
für den Schalt-TFT 201, dass es vorteilhaft ist, die 
Schichtdicke der aktiven Schicht (insbesondere des 
kanalbildenden Gebiets) klein zu gestalten (vorzugs-
weise von 20 bis 50 nm oder noch besser von 25 bis 
40 nm).

[0066] Das Bezugszeichnen 41 bezeichnet eine 
erste Passivierungsschicht und deren Schichtdicke 
liegt in einem Bereich von 10 nm bis 1 μm (vorzugs-
weise von 200 bis 500 nm). Eine Isolierschicht mit Si-
lizium (insbesondere vorzugsweise eine Siliziumoxi-
nitridschicht oder eine Siliziumnitridschicht) kann als 
Passivierungsmaterial verwendet werden. Die Passi-
vierungsschicht 41 dient dazu, den hergestellten TFT 
vor Kontamination und Feuchtigkeit zu schützen. Al-
kalimetalle, etwa Natrium, sind in einer EL-Schicht, 
die auf dem endgültigen TFT ausgebildet ist, enthal-
ten. Anders ausgedrückt, die erste Passivierungs-
schicht 41 dient als eine Schutzschicht, so dass diese 
Alkalimetalle (bewegliche Ionen) nicht in den TFT ein-
dringen. Zu beachten ist, dass Alkalimetalle und Erd-
alkalimetalle in dem Begriff „Alkalimetall" in dieser 
Anmeldung enthalten sein sollen.

[0067] Das Herstellen der Passivierungsschicht 41
beinhaltet einen Wärmestrahlungseffekt, so dass 
eine thermische Beeinträchtigung der EL-Schicht 
wirksam verhindert werden kann. Zu beachten ist, 
das Licht von der Seite der Basis 11 der Struktur aus 
Fig. 11 des EL-Anzeigebauelements ausgesendet 
wird, und daher ist es notwendig für die Passivie-
rungsschicht 41, dass diese für Licht durchlässig ist.

[0068] Als lichtdurchlässiges Material, das die Wär-
mestrahlungseigenschaften besitzt, kann eine che-
mische Verbindung verwendet werden, die mindes-
tens eines der folgenden Elemente umfasst: B (Bor), 
C (Kohlenstoff) und N (Stickstoff) und mindestens ei-
nes der Elemente: Al (Aluminium), Si (Silizium) und P 
(Phosphor). Beispielsweise ist es möglich, zu ver-
wenden: eine Aluminiumnitridverbindung, typischer-
weise Aluminiumnitrid (AlxNy); eine Siliziumkohlen-
stoffverbindung, typischerweise Siliziumkarbid (Six-
Cy); eine Siliziumnitridverbindung, typischerweise Si-
liziumnitrid (SixNy); eine Bornitridverbindung, typi-
scherweise Bornitrid (BxNy); oder eine Borphosphat-
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verbindung, typischerweise Borphosphat (BxPy). Fer-
ner besitzt eine Aluminiumoxidverbindung, typischer-
weise Aluminiumoxid (AlxOy) bessere Lichtdurchläs-
sigkeitseigenschaften und besitzt eine thermische 
Leitfähigkeit von 20 Wm–1K–1 und dieses Material 
kann als ein bevorzugtes Material betrachtet werden. 
Diese Materialien besitzen nicht nur Wärmestrah-
lungseigenschaften, sondern sind auch wirksam, um 
ein Eindringen von Substanzen, etwa Feuchtigkeit 
und Alkalimetalle, zu verhindern. Zu beachten ist, 
dass x und y beliebige ganze Zahlen für die oben ge-
nannten transparenten Materialien sind.

[0069] Die obigen chemischen Verbindungen kön-
nen auch mit anderen Elementen kombiniert werden. 
Beispielsweise ist es möglich, nitriertes Aluminiumo-
xid, das als AlxOy bezeichnet wird, zu verwenden, wo-
bei Stickstoff dem Aluminiumoxid hinzugefügt wird. 
Dieses Material besitzt nicht nur Wärmestrahlungsei-
genschaften, sondern es ist auch wirksam, um das 
Eindringen von Substanzen, etwa Feuchtigkeit und 
Alkalimetalle, zu verhindern. Zu beachten ist, dass x 
und y ganzzahlige Faktoren für das oben genannte 
nitrierte Aluminiumoxid sind.

[0070] Ferner können auch die Materialien verwen-
det werden, die in der japanischen Offenlegungs-
schrift Sho 62-90260 verwendet sind. D. h., eine che-
mische Verbindung mit Si, Al, N, O und M kann auch 
verwendet werden (zu beachten ist, das N ein selte-
nes Erdeelement ist, vorzugsweise ein Element aus 
der Gruppe: Ce (Cäsium), Yb (Ytterbium), Sn (Sama-
rium), Er (Erbium), Y (Yttrium), La (Lanthan), Gd (Ga-
dolinium), Dy (Dysprosium) und Nd (Neodym)). Diese 
Materialien besitzen nicht nur Wärmestrahlungsei-
genschaften, sondern sind auch wirksam im Verhin-
dern des Eindringens von Substanzen, etwa von 
Feuchtigkeit und Alkalimetallen.

[0071] Ferner können auch Kohlenstoffschichten, 
etwa in Form einer dünnen Diamantschicht oder in 
Form von amorphem Kohlenstoff (insbesondere sol-
che, die Eigenschaften ähnlich zu Diamant aufwei-
sen, die als diamantähnlicher Kohlenstoff bezeichnet 
werden) verwendet werden. Diese besitzen eine sehr 
hohe thermische Leiffähigkeit und sind äußerst wirk-
sam als Strahlungsschichten. Zu beachten ist, dass, 
wenn die Schichtdicke größer wird, eine Farbver-
schiebung auftritt und die Durchlässigkeit dadurch 
verringert wird, und daher ist es vorteilhaft, eine dün-
ne Schicht (vorzugsweise von 5 bis 100 nm) zu ver-
wenden.

[0072] Zu beachten ist, dass das Ziel der ersten 
Passivierungsschicht 41 darin besteht, den TFT vor 
kontaminierender Substanz und vor Feuchtigkeit zu 
schützen, und daher muss diese Schicht so gestaltet 
sein, dass diese die Wirkung nicht verliert. Eine dün-
ne Schicht, die aus einem Material hergestellt ist, das 
die obige Strahlungswirkung besitzt, kann an sich 

verwendet werden, aber es ist vorteilhaft, diese dün-
ne Schicht und eine dünne Schicht mit abschirmen-
den Wirkungen gegenüber Alkalimetallen und Feuch-
tigkeit als Schichtstapel zu bilden (typischerweise 
eine Siliziumnitridschicht SixNy) oder eine Siliziumo-
xidnitridschicht (SiOxNy)). Zu beachten ist, dass x und 
y beliebige Ganzzahlen für die obigen Siliziumnitrid-
schichten und Siliziumoxinitridschichten repräsentie-
ren.

[0073] Bezugszeichnen 42 bezeichnet einen Farb-
filter und Bezugszeichen 43 bezeichnet eine fluores-
zierende Substanz (die auch als eine Fluoreszenz-
pigmentschicht bezeichnet wird). Beide sind eine 
Kombination der gleichen Farbe und enthalten Rot 
(R), Grün (G) oder Blau (B). Der Farbfilter 42 ist vor-
gesehen, um die Farbreinheit zu erhöhen, und die flu-
oreszierende Substanz 43 ist hergestellt, um eine 
Farbumwandlung auszuführen.

[0074] Zu beachten ist, dass die EL-Anzeigebauele-
mente grob entsprechend vier Verfahren für Farban-
zeigen unterteilt werden können: Ein Verfahren zur 
Herstellung dreier Arten von EL-Elementen entspre-
chend R, G und B; ein Verfahren zum Kombinieren 
weiß leuchtender EL-Elemente mit Farbfiltern; ein 
Verfahren zum Kombinieren von blauen oder blau-
grünen leuchtenden EL-Elementen und fluoreszie-
render Materie (fluoreszierende Farbänderungs-
schicht, CCM); und ein Verfahren zum Verwenden ei-
ner transparenten Elektrode als Kathode (entgegen-
gesetzte Elektrode) und überlappende EL-Elemente 
entsprechend zu R, G und B.

[0075] Der Aufbau aus Fig. 1 ist ein Beispiel eines 
Falles, wobei eine Kombination blauer leuchtender 
EL-Elemente und einer fluoreszierenden Substanz 
verwendet sind. Eine mit blauer Farbe emittierende 
lumineszierende Schicht wird als das EL-Element 
203 in diesem Falle verwendet, und es wird Licht mit 
Wellenlängen im Bereich der blauen Farbe ein-
schließlich des ultravioletten Lichts gebildet und die 
fluoreszierende Substanz 43 wird durch das Licht ak-
tiviert und dazu veranlasst, rotes, grünes oder blaues 
Licht auszusenden. Die Farbreinheit des Lichtes wird 
durch den Farbfilter 42 verbessert und dieses Licht 
wird dann ausgegeben.

[0076] Zu beachten ist, dass es möglich ist, die vor-
liegende Erfindung zu praktizieren, ohne dass dies 
das Verfahren der Lichtaussendung betrifft, und es 
können alle vier oben genannten Verfahren in der 
vorliegenden Erfindung eingesetzt werden.

[0077] Ferner wird nach dem Herstellen des Farbfil-
ters 42 und der fluoreszierenden Substanz 43 ein 
Einebnungsprozess mittels einer zweiten Zwischeni-
solationsschicht 44 ausgeführt. Eine Harzschicht 
wird vorzugsweise als die zweite Zwischenschichti-
solierschicht 44 verwendet, und es wird Polyimid, Po-
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lyamid, oder Acryl oder BOB (Benzozyklobutan) ver-
wendet. Eine anorganische Schicht kann ebenfalls 
verwendet werden, vorausgesetzt, dass eine ausrei-
chende Einebnung möglicht ist.

[0078] Die Einebnung von Stufen auf Grund des 
TFT's mittels der zweiten Zwischenschichtisolier-
schicht 44 ist äußerst wichtig. Die danach hergestell-
te EL-Schicht ist sehr dünn, und daher gibt es Fälle, 
in denen eine schlechte Leuchtkraft durch das Vor-
handensein einer Stufe hervorgerufen wird. Es ist da-
her vorteilhaft, das Einebnen vor dem Bilden einer Pi-
xelelektrode durchzuführen, um damit in der Lage zu 
sein, die EL-Schicht auf einer möglichst kleinen 
Oberfläche herzustellen.

[0079] Ferner ist es günstig, eine isolierende 
Schicht mit einem hohen thermischen Ausstrah-
lungseffekt (im Weiteren als thermische Strahlungs-
schicht bezeichnet) auf der zweiten Zwischenschich-
tisolierschicht 44 zu bilden. Eine Schichtdicke von 5 
nm bis 1 μm (typischerweise von 20 bis 300 nm) ist 
vorteilhaft. Diese Art einer thermischen Strahlungs-
schicht funktioniert so, dass die von dem EL-Element 
erzeugte Wärme freigesetzt wird, so dass in dem 
EL-Element keine Wärme gespeichert wird. Wenn 
ferner die zweite Zwischenschichtisolationsschicht 
44 durch eine Harzschicht gebildet ist, ist diese im 
Hinblick auf die Wärmebeständigkeit nicht stabil und 
die thermische Strahlungsschicht funktioniert nicht in 
der Weise, dass ein negativer Einfluss auf Grund der 
durch das EL-Element erzeugten Wärme erreicht 
wird.

[0080] Es ist vorteilhaft, das Einebnen des TFT 
durch die Harzschicht bei der Herstellung des EL-An-
zeigebauelements durchzuführen, wie dies zuvor an-
gegeben ist, aber es gibt keine konventionelle Struk-
tur, die die Beeinträchtigung der Harzschicht auf 
Grund der durch das EL-Element erzeugten Wärme 
berücksichtigt. Es kann daher gesagt werden, dass 
die Herstellung der thermischen Strahlungsschicht 
äußerst wirksam ist, um diese Problematik zu lösen.

[0081] Vorausgesetzt, dass ein Material, das für 
Feuchtigkeit, Sauerstoff oder Alkalimetalle (oder ein 
Material ähnlich zu der ersten Passivierungsschicht 
41) nicht durchlässig ist, als die thermische Strah-
lungsschicht verwendet wird, kann diese Schicht 
auch als eine Schutzschicht dienen, um zu verhin-
dern, dass Alkalimetalle in der EL-Schicht nicht in 
Richtung des TFT diffundieren, wobei gleichzeitig 
auch eine Beeinträchtigung des EL-Elements und 
der Harzschicht auf Grund der Wärme verhindert 
wird, wie dies zuvor dargestellt ist. Ferner fungiert die 
thermische Strahlungsschicht als eine Schutzschicht, 
so dass Feuchtigkeit und Sauerstoff von dem TFT 
nicht in die EL-Schicht eindringen.

[0082] Vorausgesetzt, dass insbesondere die ther-

mische Strahlungswirkung gewünscht ist, kann eine 
Kohlenstoffschicht, etwa eine Diamantschicht oder 
eine diamantähnliche Kohlenstoffschicht vorteilhaft 
eingesetzt werden, um dabei auch das Eindringen 
von Substanzen, etwa Feuchtigkeit, zu verhindern, 
wobei es vorteilhaft ist, eine Schichtstruktur aus einer 
Kohlenstoffschicht und einer Siliziumnitridschicht 
(oder einer Siliziumoxinitridschicht) zu verwenden.

[0083] Ein Aufbau, in welchem der TFT und das 
EL-Element durch eine Isolationsschicht getrennt 
sind, die eine hohe Strahlungswirkung aufweist und 
in der Lage ist, Feuchtigkeit und Alkalimetalle abzu-
schirmen, ist daher besonders vorteilhaft.

[0084] Bezugszeichen 45 bezeichnet eine Pixele-
lektrode (EL-Elementanode), die aus einem nicht-
durchlässigen leitenden Schichtmaterial hergestellt 
ist. Nach dem Öffnen einer Kontaktöffnung in der 
zweiten Zwischenschichtisolationsschicht 44 und der 
ersten Passivierungsschicht 41 wird die Pixelelektro-
de 45 so hergestellt, dass diese eine Verbindung zu 
der Drain-Verdrahtung 37 des Stromsteuer-TFT's 
202 herstellt.

[0085] Eine EL-Schicht (ein organisches Material ist 
vorteilhaft) 46, eine Kathode 47 und eine Schutzelek-
trode 48 sind in dieser Reihenfolge auf der Pixelelek-
trode 45 hergestellt. Eine einzelne Schichtstruktur 
oder eine Mehrfachschichtstruktur kann als die 
EL-Schicht 46 verwendet werden, wobei es aber 
auch viele Fälle gibt, in denen die Schichtstruktur ein-
gesetzt wird. Diverse Schichtstrukturen wurden vor-
geschlagen in Form von Kombinationen von Schich-
ten, etwa einer Lumineszenzschicht, einer Elektro-
nentransportschicht, einer Elektroneneinpräge-
schicht, einer Löchereinprägeschicht und einer Lö-
chertransportschicht, wobei jedoch ein beliebiger 
Aufbau in der vorliegenden Erfindung verwendet wer-
den kann. Das Dotieren eines fluoreszierenden Pig-
ments in die EL-Schicht kann selbstverständlich auch 
eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass ein lumi-
neszierendes Element, das durch eine Pixelelektrode 
(Anode), eine EL-Schicht und eine Kathode gebildet 
ist, wird in dieser Anmeldung als EL-Element be-
zeichnet wird.

[0086] Es können alle bereits bekannten EL-Materi-
alien in der vorliegenden Erfindung eingesetzt wer-
den. Organische Materialien sind weiterhin als derar-
tige Materialien bekannt, und im Hinblick auf die An-
steuerspannung ist es vorteilhaft, ein organisches 
Material zu verwenden. Beispielsweise können die 
Materialien, die in den folgenden US-Patenten und 
japanischen Patentanmeldungen offenbart sind, als 
das organische EL-Material verwendet werden: 
US-Patent 4,356,429; US-Patent 4,539,507; US-Pa-
tent 4,720,432; US-Patent 4,769,292; US-Patent 
4,885,211; US-Patent 4,950,950; US-Patent 
5,059,861; US-Patent 5,047, 687; US-Patent 
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5,073,446; US-Patent 5,059,862; US-Patent 
5,061,617; US-Patent 5,151,629; US-Patent 
5,294,869; US-Patent 5,294,870; japanische Offenle-
gungsschrift Hei 10-189525; japanische Offenle-
gungsschrift Hei 8-241048; und japanische Offenle-
gungsschrift Hei 8-78159.

[0087] Insbesondere kann ein organisches Material, 
wie es durch die nachfolgende allgemeine Formel 
dargestellt ist, als eine Löchereinprägeschicht ver-
wendet werden.

[0088] Hier bezeichnet Q ein N oder ein C-R (Koh-
lenstoffkette); M ist ein Metall, ein Metalloxid oder ein 
Metallhalogenid; R ist Wasserstoff, ein Alkyl, ein Aral-
kyl, ein Aryl oder ein Alkalyl; und T1 und T2 sind un-
gesättigte sechselementige Ringe mit Substituenten, 
etwa Wasserstoff, Alkyl oder Halogenid.

[0089] Fern kann ein aromatisches tertiäres Armin 
als ein organisches Material in Form einer Löcher-
transportschicht verwendet werden, wobei vorzugs-
weise Tetraaryldiamine enthalten ist, wie dies durch 
die nachfolgende allgemeine Formel gezeigt ist. 

[0090] In Formel 2 ist Are eine Arylengruppe, N ist 
eine Ganzzahl zwischen 1 und 4 und Ar, R1, R8 und 
R9 sind diverse ausgewählte Arylgruppen.

[0091] Ferner kann eine Metalloxynoidverbindung 
als ein organisches Material für die EL-Schicht, die 
Elektronentransportschicht oder die Elektronenein-
prägeschicht verwendet werden. Ein Material, wie es 
durch die folgende allgemeine Formel gezeigt ist, 
kann als die Metalloxynoidverbindung verwendet 
werden.

[0092] Es ist möglich, R2 durch R7 zu ersetzen und 
es kann auch ein Metalloxynoid, etwa wie es in der 
folgenden Formel dargestellt ist, verwendet werden.

[0093] In Formel 4 sind R2 bis R7 wie zuvor definiert; 
L1 bis L5 sind Carbohydratgruppen mit 1 bis 12 Koh-
lenstoffelementen; und sowohl L1 als auch L2 oder so-
wohl L2 und L3 sind als Benzolringe ausgebildet. Fer-
ner kann ein Metalloxynoid, etwa wie das Folgende, 
verwendet werden.

[0094] Es ist möglich, R2 durch R6 in diesem Fall zu 
substituieren. Koordinationsverbindungen mit organi-
schen Liganden sind damit als organische EL-Mate-
rialien mit eingeschlossen. Zu beachten ist, dass die 
obigen Beispiele lediglich einige Beispiele organi-
scher EL-Materialien sind, die als die EL-Material-
schicht der vorliegenden Erfindung verwendet wer-
den können, und es besteht kein Grund, das EL-Ma-
terial auf diese Beispiele zu beschränken.

[0095] Wenn ferner ein Tintenstrahlverfahren zur 
Herstellung der EL-Schicht eingesetzt wird, ist es vor-
teilhaft, ein Polymermaterial als das EL-Material zu 
verwenden. Polymermaterialien, wie lenvinylene 
(PPVs); und Polyfluorene. Für die Färbung ist es vor-
teilhaft, beispielweise Zya – die folgenden können als 
typische Polymermaterialien eingesetzt werden: Po-
lyparaphenyno-Polyphenylenvinylen in einem roten 
lumineszierenden Material zu verwenden; ein Poly-
phenylenvinylen kann in einer grün leuchtenden Ma-
terialschicht verwendet werden; und ein Polypheny-
lenvinylen und ein Polyalkylphenylen kann in einem 
blau leuchtendem Material eingesetzt werden. Im 
Hinblick auf organische EL-Materialien, die in einem 
Tintenstrahlverfahren eingesetzt werden können, 
können alle Materialien verwendet werden, die in der 
japanischen Patentoffenlegungsschrift Hei 
10-012377 aufgeführt sind.

[0096] Ferner wird ein Material mit einem kleinen 
Austrittsarbeitskoeffizienten, etwa Magnesium (Mg), 

(Formel 1)

(Formel 2)

(Formel 3)

(Formel 4)

(Formel 5)
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Lithium (Li), Cäsium (Cs), Barium (Ba), Kalium (K), 
Beryllium (Be) oder Kalzium (Ca) als die Kathode 47
verwendet. Vorzugsweise kann eine aus MgAg (ein 
Material, das aus Magnesium und Silber mit einer Mi-
schung von Mg:Ag=10:1 hergestellt ist) eingesetzt 
werden. Als weiteres Beispiel können eine MgA-
gAl-Elektrode, eine LiAl-Elektrode und eine 
LiFAI-Elektrode angegeben werden. Des weiteren ist 
die Schutzelektrode 48 eine Elektrode, die hergestellt 
ist, um eine Schutzschicht gegenüber Feuchtigkeit 
von außen für die Kathode 47 bereitzustellen, und es 
wird ein materialenthaltendes Aluminium (Al) oder 
Silber (Ag) verwendet. Die Schutzelektrode 48 be-
sitzt ferner eine Wärmestrahlungswirkung.

[0097] Zu beachten ist, dass es vorteilhaft ist, die 
EL-Schicht 46 und die Kathode 47 nacheinander 
ohne Einwirkung der Umgebungsatmosphäre herzu-
stellen. Anders ausgedrückt, unabhängig von der Art 
der Schichtstruktur der EL-Schicht und der Kathode 
ist es vorteilhaft, den gesamten Aufbau in einer Mehr-
fachprozesskammer (die auch als eine Cluster-Anla-
ge bezeichnet wird) für das aufeinanderfolgende Ab-
scheiden auszuführen. Dies dient dazu, um die Auf-
nahme von Feuchtigkeit zu verhindern, wenn die 
EL-Schicht der Atmosphäre ausgesetzt wird, da, 
wenn ein organisches Material als die EL-Schicht 
verwendet wird, dieses äußerst schwach im Hinblick 
auf Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit 
ist. Es ist auch vorteilhaft, nicht nur die EL-Schicht 46
und die Kathode 47 aufeinanderfolgend herzustellen, 
sondern auch alle Komponenten bis zu der Schutze-
lektrode 48.

[0098] Die EL-Schicht ist äußerst wenig wirksam im 
Hinblick auf Wärme und es ist daher vorteilhaft, eine 
Vakuumdampfabscheidung (insbesondere ein orga-
nisches Molekularstrahlverdampfungsverfahren ein-
zusetzen, wodurch eine sehr dünne Schicht auf mo-
lekularer Ebene gebildet wird), Sputter-Abscheidung, 
Plasma-CVD, Aufschleudern, Aufdrucken oder Io-
nenplattieren als Filmabscheideverfahren anzuwen-
den. Es ist ferner auch möglich, die EL-Schicht mit-
tels eines Tintenstrahlverfahrens aufzubringen. Für 
das Tintenstrahlverfahren gibt es ein Bläschenstrahl-
verfahren unter Anwendung von Kavitation (siehe die 
japanische Offenlegungsschrift Hei 5-116297), und 
es gibt ein Piezo-Verfahren unter Anwendung eines 
Piezo-Elements (siehe die japanische Patentoffenle-
gungsschrift Hei 8-290647), und im Hinblick auf die 
Tatsache, dass organische EL-Materialien im Hin-
blick auf die Wärmebeständigkeit relativ schwach 
sind, wird das Piezo-Verfahren bevorzugt.

[0099] Bezugszeichen 49 bezeichnet eine zweite 
Passivierungsschicht und besitzt eine Schichtdicke 
die auf 10 nm bis 1 μm (vorzugsweise von 200 bis 
500 nm) eingestellt werden kann. Der Grund für das 
Herstellen der zweiten Passivierungsschicht 49 be-
steht hauptsächlich darin, die EL-Schicht 46 vor 

Feuchtigkeit zu schützen, jedoch ist es auch vorteil-
haft, wenn die zweite Passivierungsschicht 49 so her-
gestellt wird, dass sie eine Wärmestrahlungswirkung 
ähnlich zu der ersten Passivierungsschicht 49 auf-
weist. Es können die gleichen Materialien wie für die 
erste Passivierungsschicht 41 als Grundmaterial für 
die zweite Passivierungsschicht 49 eingesetzt wer-
den. Zu beachten ist, dass, wenn ein organisches 
Material für die EL-Schicht 46 verwendet wird, dieses 
auf Grund der Verbindung mit Sauerstoff beeinträch-
tigt wird, und daher ist es vorteilhaft, eine isolierende 
Schicht zu verwenden, die nicht in einfacher Weise 
Sauerstoff abgibt.

[0100] Des weiteren ist die EL-Schicht im Hinblick 
auf die Wärmbeständigkeit nicht sehr stabil, wie dies 
zuvor angegeben ist, und es ist daher vorteilhaft, die 
Schichtabscheidung bei möglichst geringer Tempera-
tur (vorzugsweise im Bereich der Raumtemperatur 
bis 120 Grad C) auszuführen. Es kann daher gesagt 
werden, dass Plasma-CVD, Sputtern, Vakuumab-
scheidung, Ionenplattierung und Aufbringen einer Lö-
sung (Aufschleudern) bevorzugte Schichtabscheide-
verfahren sind.

[0101] Das EL-Anzeigebauelement der vorliegen-
den Erfindung besitzt einen Pixelbereich mit einem 
Pixel mit einem Aufbau, wie er zuvor angegeben ist, 
und mit TFT's, die unterschiedliche Strukturen ab-
hängig von ihrer Funktion aufweisen und in dieser 
Weise in dem Pixel angeordnet sind. Ein Schalt-TFT 
mit einem ausreichend geringen Sperrstrom und ein 
Stromsteuer-TFT, der im Hinblick auf den Einfang en-
ergiereicher Ladungsträger widerstandsfähig ist, sind 
innerhalb des gleichen Pixels ausgebildet, und es 
kann daher ein EL-Anzeigebauelement mit einer ho-
hen Zuverlässigkeit und mit einer guten Bildwieder-
gabequalität bereitgestellt werden.

[0102] Zu beachten ist, dass der wichtigste Punkt in 
der Pixelstruktur aus Fig. 1 darin besteht, dass ein 
TFT mit Mehrfachgatestruktur als der Schalt-TFT ver-
wendet wird, und es nicht notwendig ist, im Hinblick 
auf die Struktur der Fig. 1 Einschränkungen in Bezug 
auf derartige Punkte, wie das Anordnen von LDD-Ge-
bieten, einzuführen.

[0103] Es wird nun eine detailliertere Erläuterung 
der vorliegenden Erfindung angegeben, wobei der 
obige Aufbau verwendet wird und auf die folgenden 
Ausführungsformen verwiesen wird.

Ausführungsform 1

[0104] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung werden unter Anwendung der Fig. 3a bis 
Fig. 5c erläutert. Ein Verfahren zur Herstellung eines 
Pixelbereichs und von TFT's eines Ansteuerschal-
tungsbereichs, der am Rand des Pixelbereichs aus-
gebildet ist, wird nunmehr erläutert. Zu beachten ist, 
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dass zur Vereinfachung der Erläuterung eine 
CMOS-Schaltung als eine Basisschaltung für die An-
steuerschaltungen gezeigt ist.

[0105] Zunächst wird, wie in Fig. 3a gezeigt ist, eine 
Basisschicht 301 mit einer Dicke von 300 nm auf ei-
nem Glassubstrat 300 hergestellt. Es werden Silizi-
umoxinitridschichten als die Basisschicht 301 in der 
Ausführungsform 1 aufgebracht. Es ist vorteilhaft, die 
Stickstoffkonzentration auf einen Wert zwischen 10 
und 25 Gewichtsprozent in der Schicht einzustellen, 
die das Glassubstrat 300 kontaktiert.

[0106] Des weiteren ist es vorteilhaft, eine Wärme-
strahlungsschicht herzustellen, die aus dem gleichen 
Material aufgebaut ist, wie die Passivierungsschicht 
41, die in Fig. 1 gezeigt ist, und damit einen Teil der 
Basisschicht 301 bildet. Es fließt ein großer elektri-
scher Strom in dem Stromsteuer-TFT, wobei effizient 
Wärme erzeugt wird, und daher ist es günstig, die 
Wärmestrahlungsschicht möglichst nahe an dem 
Stromsteuer-TFT anzuordnen.

[0107] Als nächstes wird eine amorphe Silizium-
schicht (in den Figuren nicht gezeigt) mit einer Dicke 
von 50 nm auf der Basisschicht 301 mittels bekannter 
Abscheideverfahren hergestellt. Zu beachten ist, 
dass es nicht notwendig ist, eine Einschränkung auf 
eine amorphe Siliziumschicht vorzunehmen, und es 
kann eine andere Schicht gebildet werden, vorausge-
setzt, dass es eine Halbleiterschicht mit einer amor-
phen Struktur ist (einschließlich einer mikrokristalli-
nen Halbleiterschicht). Ferner kann eine Verbund-
halbleiterschicht mit amorpher Struktur, etwa eine 
amorphe Silizium/Germanium-Schicht eingesetzt 
werden. Des weiteren wird die Schichtdicke auf 20 
bis 100 nm eingestellt.

[0108] Die amorphe Siliziumschicht wird dann mit-
tels bekannter Verfahren kristallisiert, wobei eine kris-
talline Siliziumschicht 302 gebildet wird (die auch als 
eine polykristalline Siliziumschicht oder eine Polysili-
ziumschicht bezeichnet wird). Bekannte Kristallisie-
rungsverfahren sind die thermische Kristallisierung 
unter Anwendung elektrischer Öfen, ein Laseraus-
heizkristallisierungsverfahren unter Anwendung ei-
nes Lasers und ein Strahlungsausheizungskristalli-
sierungsverfahren unter Anwendung von Infrarot-
leuchten. Die Kristallisierung wird in der Ausfüh-
rungsform 1 unter Anwendung von Licht aus einem 
Excimer-Laser, in welchem ein XeCl-Gas verwendet 
wird, ausgeführt.

[0109] Zu beachten ist, dass ein Pulsemissionsexci-
mer-Laser, dessen Licht in eine lineare Form ge-
bracht ist, in der Ausführungsform 1 verwendet wird, 
wobei auch eine rechteckige Form verwendet wer-
den kann, und es kann auch ein kontinuierlicher Ar-
gonlaser und ein kontinuierlich emittierender Exci-
mer-Laser verwendet werden.

[0110] Die kristalline Siliziumschicht wird als eine 
aktive Schicht der TFT's in der Ausführungsform 1 
verwendet, aber es ist auch möglich, eine amorphe 
Siliziumschicht als die aktive Schicht zu verwenden. 
Wenn jedoch ein großer Stromfluss durch den Strom-
steuer-TFT erforderlich ist, ist es vorteilhaft, die kris-
talline Siliziumschicht zu verwenden, die eine besse-
re Leiffähigkeit aufweist.

[0111] Zu beachten ist, dass es vorteilhaft ist, die 
aktive Schicht des Schalt-TFT's durch eine amorphe 
Siliziumschicht zu bilden, die die Notwendigkeit be-
steht, den Sperrstrom gering zu halten, wobei dann 
die aktive Schicht des Stromsteuer-TFT's durch die 
kristalline Siliziumschicht hergestellt wird. Die amor-
phe Siliziumschicht besitzt eine geringe Leitfähigkeit, 
da die Ladungsträgerbeweglichkeit gering ist, und 
der Sperrstrom wird somit effizient unterdrückt. An-
ders ausgedrückt, es kann eine hohe Leistungsfähig-
keit erreicht werden, wenn eine amorphe Silizium-
schicht verwendet wird, in der die Leitfähigkeit gering 
ist, und eine kristalline Siliziumschicht verwendet 
wird, in der die Leitfähigkeit relativ hoch ist.

[0112] Als nächstes wird, wie in Fig. 3b gezeigt ist, 
eine Schutzschicht 303 auf der kristallinen Silizium-
schicht 302 in Form einer Siliziumoxidschicht mit ei-
ner Dicke von 130 nm gebildet. Diese Dicke kann in-
nerhalb des Bereichs von 100 bis 200 nm eingestellt 
werden (vorzugsweise von 130 nm bis 170 nm). Es 
können auch andere Schichten eingesetzt werden, 
vorausgesetzt, dass diese siliziumenthaltende Iso-
lierschichten sind. Die Schutzschicht 303 wird so ge-
bildet, dass die kristalline Siliziumschicht während 
des Hinzufügens von Verunreinigungen nicht direkt 
dem Plasma ausgesetzt ist, und ferner so gebildet 
wird, dass es möglich, die Konzentration der Verun-
reinigungen in feinfühliger Weise zu steuern.

[0113] Lackmasken 304a und 304b werden dann 
auf der Schutzschicht 303 gebildet und es wird eine 
Verunreinigungssorte bzw. eine Dotierstoffsorte, die 
eine n-Leitfähigkeit verleiht (im Weiteren als ein 
n-Verunreinigungselement bezeichnet) hinzugefügt. 
Zu beachten ist, dass Elemente aus der Gruppe 15
des Periodensystems im Allgemeinen als das n-Ver-
unreinigungselement verwendet werden, und typi-
scherweise können Phosphor oder Arsen eingesetzt 
werden. Zu beachten ist, dass ein Plasmadotierver-
fahren eingesetzt wird, in welchem Phosphin (PH3) 
durch Plasma ohne Separation der Massen aktiviert 
wird, und Phosphor wird mit einer Konzentration von 
1×1018 Atomen/cm3 in der Ausführungsform 1 ver-
wendet. Es kann auch ein Ionenimplantationsverfah-
ren, in der eine Separation nach Massen ausgeführt 
wird, eingesetzt werden.

[0114] Der Dosisbetrag wird so eingestellt, dass das 
n-Verunreinigungselement in n-Dotiergebieten 305
und 306 enthalten ist mit einer Konzentration von 
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2×1016 bis 5×1019 Atomen/cm3 (typischerweise von 
5×1017 bis 5×1918 Atomen/cm3).

[0115] Als nächstes wird, wie in Fig. 3c gezeigt ist, 
die Schutzschicht 303 entfernt und es wird eine Akti-
vierung der hinzugefügten Elemente der Gruppe 15
des Periodensystems ausgeführt. Ein bekanntes Ver-
fahren zum Aktivieren kann dazu eingesetzt werden, 
und die Aktivierung wird in der Ausführungsform 1 
durch Bestrahlung mit Excimer-Laserlicht ausgeführt. 
Es können sowohl gepulste Emissionslaser als auch 
kontinuierlich strahlende Lasertypen eingesetzt wer-
den, und es ist nicht notwendig, die vorliegende Erfin-
dung auf die Verwendung von Excimer-Laserlicht 
einzuschränken. Das Ziel ist die Aktivierung der hin-
zugefügten Dotierstoffelemente und es ist vorteilhaft, 
dass die Strahlung mit einem Energiepegel ausge-
führt wird, bei welchem die kristalline Siliziumschicht 
nicht schmilzt. Zu beachten ist, dass die Laserbe-
strahlung auch ausgeführt werden kann, wenn die 
Schutzschicht 303 bereits vorhanden ist.

[0116] Eine Aktivierung durch eine Wärmebehand-
lung kann ebenfalls zusammen mit der Aktivierung 
der Dotierstoffelemente mittels Laserlicht ausgeführt 
werden. Wenn eine Aktivierung durch Wärmebe-
handlung ausgeführt wird, wird unter Berücksichti-
gung des Wärmeleitwiderstands des Substrats diese 
Wärmebehandlung bei 450 bis 550 Grad C ausge-
führt.

[0117] Ein Grenzbereich (Verbindungsbereich) mit 
Gebieten entlang den Rändern der n-Dotierstoffge-
biete 305 und 306, d. h. Gebiete entlang des Randes, 
in dem das n-Dotierelement, das in den n-Dotierge-
bieten 305 und 306 enthalten ist, nicht eingebracht 
wurde, wird durch diesen Prozess abgetrennt. Dies 
bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die TFT's 
später vervollständigt werden, sehr gute Verbindun-
gen zwischen den LDD-Gebieten und den kanalbil-
denden Gebieten hergestellt werden können.

[0118] Unnötige Bereiche der kristallinen Silizium-
schicht werden dann entfernt, wie in Fig. 3d gezeigt 
ist, und es werden inselförmige Halbleiterschichten 
(im Weiteren als aktive Schichten) 307 bis 310 gebil-
det.

[0119] Danach wird, wie in Fig. 3e gezeigt ist, eine 
Gateisolationsschicht 311 gebildet, die die aktiven 
Schichten 307 bis 310 abdeckt. Eine siliziumenthal-
tende Isolierschicht mit einer Dicke von 10 bis 200 
nm, vorzugsweise von 50 bis 150 nm, wird dann als 
die Gateisolationsschicht 311 gebildet. Es kann eine 
Einzelschichtstruktur oder eine Mehrschichtstruktur 
verwendet werden. In der Ausführungsform 1 wird 
eine Siliziumoxinitridschicht mit 110 nm Dicke ver-
wendet.

[0120] Eine leitende Schicht mit einer Dicke von 200 

bis 400 nm wird als nächstes gebildet und struktu-
riert, wodurch die Gateelektroden 312 bis 316 herge-
stellt werden. Zu beachten ist, dass in der Ausfüh-
rungsform 1 die Gateelektroden und die Anschluss-
verdrahtung, die elektrisch mit den Gateelektroden 
verbunden ist (im Weiteren als Gateverdrahtung be-
zeichnet) aus unterschiedlichen Materialien herge-
stellt sind. Insbesondere wird ein Material mit einem 
geringeren Widerstand als das Material der Gatee-
lektroden für die Gateverdrahtungen verwendet. Dies 
liegt daran, dass ein Material, das für eine Mikropro-
zessierung verwendbar ist, als die Gateelektroden 
eingesetzt wird, und selbst wenn die Gateverdrahtun-
gen nicht durch Mikrostrukturverfahren bearbeitet 
werden können, besitzt das für die Verdrahtungen 
eingesetzte Material einen geringen Widerstand. 
Selbstverständlich können die Gateelektroden und 
die Gateverdrahtungen aus dem gleichen Material 
hergestellt sein.

[0121] Des weiteren können die Gateverdrahtungen 
durch eine einzelne Schicht eines leitenden Filmes 
hergestellt sein, und bei Bedarf ist es vorteilhaft, zwei 
Schichten oder drei Schichten als Schichtstruktur 
einzusetzen. Es können alle bekannten leitenden 
Schichten als das Gataeelektrodenmaterial einge-
setzt werden. Wie jedoch zuvor dargestellt ist, ist es 
vorteilhaft, ein Material zu verwenden, das in der 
Lage ist, durch Mikrostrukturprozesse bearbeitet zu 
werden, insbesondere kann ein Material eingesetzt 
werden, das mit einer Linienbreite von 2 μm oder we-
niger strukturiert werden kann.

[0122] Typischerweise kann eine Schicht aus Mate-
rial eingesetzt werden, das aus der folgenden Grup-
pe ausgewählt wird: Tantal (Ta), Titan (Ti), Molybdän 
(Mo), Wolfram (W) und Chrom (Cr); oder eine Nitrid-
verbindung der obigen Elemente (typischerweise 
eine Tantalnitridschicht, eine Wolframnitridschicht, 
oder eine Titannitridschicht; oder eine Legierungs-
schicht aus einer Kombination der obigen Elemente 
(typischerweise eine Mo-W-Legierung oder eine 
Mo-Ta-Legierung); oder eine Silizidschicht der obi-
gen Elemente (typischerweise eine Wolframsilizid-
schicht oder Titansilizidschicht); oder eine Silizium-
schicht, die leitfähig gemacht wurde. Eine einzelne 
Schicht oder eine Schichtstruktur kann selbstver-
ständlich auch verwendet werden.

[0123] In der Ausführungsform 1 wird eine 
Schichtstruktur mit einer 50 nm dicken Tantalnit-
rid(TaN) Schicht und einer 350 nm dicken Tantal-
schicht verwendet. Es ist vorteilhaft, diese Schicht 
durch Sputtern abzuscheiden. Ferner wird ein inertes 
Gas, etwa Xe oder Ne hinzugefügt, um als Sput-
ter-Gas zu dienen, so dass ein Ablösen der Schicht 
auf Grund der Belastung verhindert werden kann.

[0124] Dabei werden die Gateelektroden 313 und 
316 so gebildet, dass ein Teil der n-Verunreinigungs-
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gebiete 305 und 306 überlappen und die Gateisolati-
onsschicht 311 einschließen. Dieser überlappende 
Bereich wird später ein LDD-Gebiet, das die Gatee-
lektrode überlappt.

[0125] Anschließend wird ein n-Verunreinigungsele-
ment (in der Ausführungsform wird Phosphor ver-
wendet) in einer selbstjustierenden Weise hinzuge-
fügt, wobei die Gateelektroden 312 bis 316 als Mas-
ken dienen, wie in Fig. 4a gezeigt ist. Das Hinzufü-
gen wird so gesteuert, dass Phosphor den dotierten 
Gebieten 317 bis 323, die bislang gebildet sind, mit 
einer Konzentration von 1/10 bis ½ der Konzentration 
der dotierten Gebiete 305 und 306 (typischerweise 
ungefähr ¼ und 1/3 hinzugefügt wird). Insbesondere 
ist eine Konzentration von 1×1016 bis 5×1018 Ato-
men/cm3 (typischerweise 3×1017 bis 3×1018 Ato-
me/cm3) vorteilhaft.

[0126] Es werden anschließend Lackmasken 324a
bis 324d so gebildet, dass die Gateelektroden abge-
deckt sind, wie in Fig. 4b gezeigt ist, und es wird ein 
n-Dotierelement (in der Ausführungsform 1 wird 
Phosphor verwendet) hinzugefügt, wodurch die Do-
tiergebiete 325 bis 331 mit einer hohen Konzentration 
an Phosphor gebildet werden. Eine Ionendotierung 
unter Anwendung von Phosphin (PH3) wird ebenfalls 
hierbei ausgeführt und wird so gesteuert, dass die 
Phosphorkonzentration dieser Gebiete im Bereich 
11×1020 bis 1×1021 Atomen/cm3 (typischerweise von 
2×1020 bis 5×1020 Atomen/cm3) liegt.

[0127] Es wird durch diesen Prozess ein Sour-
ce-Gebiet oder ein Drain-Gebiet des n-Kanal-TFT's 
gebildet, und in dem Schalt-TFT bleibt ein Bereich 
der n-Dotiergebiete 320 bis 322, die durch den Pro-
zess der Fig. 4a hergestellt werden, erhalten. Diese 
verbreibenden Gebieten entsprechen den LDD-Ge-
bieten 15a bis 15d des Schalt-TFT's in Fig. 1.

[0128] Als nächstes werden, wie in Fig. 4c gezeigt 
ist, die Lackmasken 324a bis 324d entfernt und es 
wird eine neue Lackmaske 332 gebildet. Sodann wird 
eine p-Verunreinigung (in der Ausführungsform 1 
wird Bor verwendet) hinzugefügt, wodurch die dotier-
ten Gebiete 333 und 334 mit einer hohen Konzentra-
tion an Bor gebildet werden. Bor wird bis zu einer 
Konzentration von 3×1020 bis 3×1021 Atomen/cm3 (ty-
pischerweise von 5×1020 bis 1×1021 Atomen/cm3) 
durch Ionendotierung unter Anwendung von Diboran 
(B2H6) hinzugefügt.

[0129] Zu beachten ist, dass bereits Phosphor den 
dotierten Gebieten 333 und 334 bei einer Konzentra-
tion von 1×1016 bis 5×1018 Atomen/cm3 hinzugefügt 
wurde, wobei Bor jedoch mit einer Konzentration von 
mindestens dem Dreifachen der Phosphorkonzentra-
tion eingebracht wird. Daher werden die n-Verunrei-
nigungsgebiete, die bereits gebildet sind, vollständig 
in p-Gebiete umgewandelt und dienen als p-Verun-

reinigungsgebiete.

[0130] Danach werden nach dem Entfernen der 
Lackmaske 332 die m-Dotierstoffe und p-Dotierstof-
fe, die mit diversen Konzentrationen hinzugefügt wur-
den, aktiviert. Es kann eine Ofenausheizung, eine La-
serausheizung oder eine Strahlungsausheizung zum 
Aktivieren eingesetzt werden. in der Ausführungs-
form 1 wird eine Wärmebehandlung in einer Stick-
stoffatmosphäre 4 Stunden bei 550 Grad C in einem 
elektrischen Ofen ausgeführt.

[0131] Es ist wichtig, möglichst viel des Sauerstoffs 
in der Atmosphäre in dieser Phase zu reduzieren. 
Dies liegt daran, dass wenn Sauerstoff vorhanden ist, 
die freiliegende Oberfläche der Elektroden oxidiert, 
wodurch eine Zunahme des Widerstands hervorge-
rufen wird und wobei gleichzeitig es schwierig ist, in 
einer späteren Phase einen ohmschen Kontakt zu bil-
den. Es ist daher vorteilhaft, dass die Konzentration 
des Sauerstoffs in der Atmosphäre in dem obigen Ak-
tivierungsprozess ein 1 ppm oder weniger beträgt, 
vorzugsweise nur 0,1 ppm oder weniger.

[0132] Nach dem Ende des Aktivierungsprozesses 
wird als nächstes eine Gateverdrahtung 335 mit einer 
Dicke von 300 nm gebildet. Eine Metallschicht mit 
Aluminium (Al) oder Kupfer (Cu) als Hauptbestandteil 
(mit 50 bis 100 % der Zusammensetzung) kann als 
das Material der Gateverdrahtung 335 verwendet 
werden. Wie bei der Gateverdrahtung 311 der Fig. 2
wird die Gateverdrahtung 335 so angeordnet, dass 
die Gateelektroden 314 und 315 der Schalt-TFT's 
(entsprechend den Gatelektroden 19a und 19b aus 
Fig. 2) elektrisch angeschlossen sind (siehe Fig. 40).

[0133] Der Verdrahtungswiderstand der Gatever-
drahtung kann äußerst klein gemacht werden, indem 
diese Art an Aufbau eingesetzt wird, und daher kann 
ein Pixelanzeigegebiet (Pixelbereich) mit einem gro-
ßem Oberflächenbereich gebildet werden. D. h., die 
Pixelstruktur der Ausführungsform 1 ist sehr effektiv, 
da ein EL-Anzeigebauelernent mit einer Bildschirm-
größe von 10 Inch in der Diagonale oder größer (oder 
auch mit 30 Inch oder größer in der Diagonale) ver-
wirklicht werden kann.

[0134] Es wird als nächstes eine erste Zwischen-
schichtisolationsschicht 336 gebildet, wie in Fig. 5a
gezeigt ist. Es wird eine einzelne Schicht als isolie-
rende Schicht mit Silizium als die erste Zwischen-
schichtisolationsschicht 336 verwendet, es kann je-
doch auch eine Zwischenschicht zur Bildung einer 
Schichtstruktur verwendet werden. Des weiteren 
kann eine Schichtdicke von 400 nm bis 1,5 μm ange-
wendet werden. Eine Schichtstruktur mit einer 800 
nm dicken Siliziumoxidschicht auf einer 200 nm di-
cken Siliziumoxinitridschicht wird in der Ausführungs-
form 1 angewendet.
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[0135] Des weiteren wird eine Wärmebehandlung 
von 1 bis 12 Stunden bei 300 bis 450 Grad C in einer 
Atmosphäre mit 3 bis 100 % Wasserstoff ausgeführt, 
so dass eine Hydrogenisierung stattfindet. Dieser 
Prozess ist ein Prozess zum Erzeugen von Wasser-
stoffbindungen in der Halbleiterschicht mittels ther-
misch aktiviertem Wasserstoff. Die Plasmawasser-
stoffbindungserzeugung (unter Anwendung von 
durch Plasma aktiviertem Wasserstoff) kann jedoch 
auch durch andere Mittel zur Wasserstoffbindungser-
zeugung durchgeführt werden.

[0136] Zu beachten ist, dass der Schritt zur Wasser-
stoffbindungsanreicherung auch während der Ausbil-
dung der ersten Zwischenschichtisolationsschicht 
336 eingefügt werden kann. D. h., die Wasserstoffbe-
arbeitung kann wie oben ausgeführt werden, nach-
dem die 200 nm Dicke Siliziumoxinitridschicht gebil-
det wurde und anschließend kann die verbleibende 
800 nm Dicke Siliziumoxidschicht hergestellt werden.

[0137] Als nächstes wird eine Kontaktöffnung in der 
ersten Zwischenschichtisolationsschicht 336 gebil-
det, und es werden dann Sourceverdrahtungen 337
bis 340 und Drain-Verdrahtungen 341 bis 343 gebil-
det. In der Ausführungsform 1 wird eine Schichtstruk-
tur mit drei Schichten mit einer 100 nm Titanschicht, 
einer 300 nm Aluminiumschicht mit Titan und einer 
150 nm Titanschicht als Verdrahtungen verwendet, 
die aufeinanderfolgend durch Sputtern hergestellt 
wurden. Andere leitende Schichten können ebenfalls 
eingesetzt werden, und es kann auch eine Legie-
rungsschicht mit Silber, Palladium und Kupfer einge-
setzt werden.

[0138] Es wird dann eine erste Passivierungs-
schicht 344 mit einer Dicke von 50 bis 500 nm (typi-
scherweise von 200 bis 300 nm) gebildet. In der Aus-
führungsform 1 wird eine 300 nm dicke Siliziumoxini-
tridschicht als die erste Passivierungsschicht 344
verwendet. Diese kann auch durch eine Siliziumnit-
ridschicht ersetzt werden. Es ist selbstverständlich 
möglich, die gleichen Materialien zu verwenden, wie 
sie für die erste Passivierungsschicht 41 der Fig. 1
verwendet wurden.

[0139] Zu beachten ist, dass es vorteilhaft ist, die 
Plasmabearbeitung unter Anwendung eines Gases 
mit Wasserstoff, etwa H2 oder NH3 auszuführen, be-
vor die Siliziumoxinitridschicht gebildet wird. Es wird 
durch diesen Vorbearbeitungsprozess aktivierter 
Wasserstoff der ersten Zwischenschichtisolations-
schicht 336 zugeführt, und die Schichtqualität der 
ersten Passivierungsschicht 344 wird durch Ausfüh-
ren einer Wärmebehandlung verbessert. Gleichzeitig 
diffundiert der der ersten Zwischenschichtisolations-
schicht 336 zugeführte Wasserstoff zu der unteren 
Seite und die aktiven Schichten können effizient mit 
Wasserstoffbindungen angereichert werden. Als 
nächstes werden, wie in Fig. 5b gezeigt ist, ein Farb-

filter 345 und ein fluoreszierender Körper 346 herge-
stellt. Für diese Zwecke können bekannte Materialien 
verwendet werden. Diese können durch separates 
Strukturieren hergestellt werden, oder diese können 
aufeinanderfolgend ausgebildet und anschließend 
zusammen strukturiert werden. Ein Verfahren, etwa 
das Abdrucken, das Tintenstrahldrucken oder die 
Maskenabscheidung (ein selektives Herstellungsver-
fahren unter Anwendung eines Maskenmaterials) 
können zu diesem Zweck eingesetzt werden.

[0140] Die entsprechende Schichtdicke kann im Be-
reich von 0,5 bis 5 μm (typischerweise von 1 bis 2 
μm) gewählt werden. Insbesondere variiert die opti-
male Schichtdicke des fluoreszierenden Körpers 346
entsprechend dem verwendeten Material. Anders 
ausgedruckt, wenn die Schicht zu dünn ist, dann ist 
die Farbumwandlungseffizienz beeinträchtigt, und 
wenn die Schicht zu dick ist, dann wird der Schritt zu 
groß und der Anteil des durchgelassenen Lichts sinkt 
ab. Die optimale Schichtdicke muss daher festgelegt 
werden, indem beide Eigenschaften gegeneinander 
abgewogen werden.

[0141] Zu beachten ist, dass in der Ausführungs-
form 1 ein Beispiel eines Farbänderungsverfahrens 
eingesetzt wird, in welchem das von der EL-Schicht 
ausgesandte Licht in der Farbe geändert wird, wenn 
jedoch ein Verfahren zur Herstellung einzelner 
EL-Schichten, die R, G und B entsprechen, ange-
wendet wird, darin können der Farbfilter und der fluo-
reszierende Körper weggelassen werden.

[0142] Es wird dann eine zweite Zwischenschichti-
solationsschicht 347 aus einem organischen Harz 
hergestellt. Materialien, etwa Polyimid, Polyamid, 
Acrylic und BOB (Benzozyklobuten) können als das 
organische Harz verwendet werden. Insbesondere 
überwiegt in der zweiten Zwischenschichtisolations-
schicht 347 der Zweck des Einebnens und daher ist 
Acryl mit guten Einebnungseigenschaften vorteilhaft. 
In der Ausführungsform 1 wird eine Acrylschicht mit 
einer Schichtdicke gebildet, die in effizienter Weise 
den Höhenunterschied zwischen dem Farbfilter 345
und dem fluoreszierenden Körper 346 ausgleichen 
kann. Diese Dicke ist vorzugsweise zwischen 1 bis 5 
μm (noch besser von 2 bis 4 μm).

[0143] Es wird dann eine Kontaktöffnung, die eine 
Verbindung zu der Drain-Verdrahtung 343 herstellt, in 
der zweiten Zwischenschichtisolationsschicht 347
und in der ersten Passivierungsschicht 344 herge-
stellt, und es wird eine Pixelelektrode 348 gebildet. 
Es wird eine Verbindung aus Indiumoxid und Zinno-
xid mit einer Dicke von 110 nm in der Ausführungs-
form 1 gebildet und strukturiert, wodurch die Pixele-
lektrode hergestellt wird. Die Pixelelektrode 348 ist 
eine Anode des EL-Elements. Zu beachten ist, dass 
es auch möglich ist, andere Materialien zu verwen-
den: eine Schicht aus Verbindungen aus Indiumoxid 
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und Zinkoxid oder eine Zinkoxidschicht, die Gallium-
oxid enthält.

[0144] Zu beachten ist, dass die Ausführungsform 1 
eine Struktur repräsentiert, in der die Pixelelektrode 
348 elektrisch mit dem Drain-Gebiet 331 des Strom-
steuer-TFT's über die Drain-Verdrahtung 343 verbun-
den ist. Dieser Aufbau besitzt die folgenden Vorteile.

[0145] Die Pixelelektrode 348 ist direkt mit einem or-
ganischen Material verbunden, etwa der EL-Schicht 
(Emissionsschicht) oder einer Ladungstransport-
schicht und es ist daher möglich, dass die bewegli-
chen Ionen, die in der EL-Schicht enthalten sind, 
durch die Pixelelektrode diffundieren. Anders ausge-
drückt, ohne eine direkte Verbindung der Pixelelekt-
rode 348 mit dem Drain-Gebiet 331 kann in einem 
Teil der aktiven Schicht die Unterbrechung des Ein-
führens beweglicher Ionen in die aktive Schicht auf 
Grund der Drain-Verdrahtung 343 in dem Aufbau der 
Ausführungsformen 1 vermieden werden.

[0146] Als nächstes werden, wie in Fig. 5c gezeigt 
ist, eine EL-Schicht 349, eine Kathode (MgAg-Elek-
trode) 350 und eine Schutzelektrode 351 aufeinan-
derfolgend ohne Einwirkung der Umgebungsatmos-
phäre hergestellt. Es ist dabei vorteilhaft, die Wärme-
behandlung der Pixelelektrode 348 zum vollständi-
gen Entfernen der Feuchtigkeit vor dem Ausbilden 
der EL-Schicht 349 und der Kathode 350 auszufüh-
ren. Es ist zu beachten, dass ein beliebiges bekann-
tes Material für die EL-Schicht 349 verwendet werden 
kann.

[0147] Es können die Materialien für die EL-Schicht 
349 verwendet werden, die in dem Abschnitt „Ausfüh-
rungsformen" in dieser Anmeldung beschrieben sind. 
In der Ausführungsform 1 wird eine EL-Schicht mit ei-
nem Vierschichtaufbau aus einer Löchereinpräge-
schicht, einer Löchertransportschicht, einer Emissi-
onsschicht und einer Elektronentransportschicht an-
gewendet, wie in Fig. 19 gezeigt ist, wobei es auch 
Fälle gibt, in denen die Elektrodentransportschicht 
nicht gebildet wird und es Fälle gibt, in denen die 
Elektroneneinprägeschicht ebenso hergestellt wird. 
Es gibt auch Beispiele, in denen die Löchereinpräge-
schicht weggelassen wird. Es wurden bereits diverse 
Beispiele dieser Arten an Kombinationen vorgeschla-
gen und jede dieser Strukturen kann eingesetzt wer-
den.

[0148] Ein Amin, etwa TPD (Triphenylamindielektri-
kum) kann als die Löchereinprägeschicht oder als die 
Löchertransportschicht verwendet werden, und zu-
sätzlich kann Hydrazon (typischerweise DEH), Stil-
ben (typischerweise STB) oder Starburst (typischer-
weise MTDATA) ebenfalls verwendet werden. Insbe-
sondere ein Starburst-Material, das eine hohe Glasü-
bergangstemperatur aufweist und schwer zu kristalli-
sieren ist, ist vorteilhaft. Ferner können auch Polyani-

lin (PAni), Polythiophen (PEDOT) und Kupferphthalo-
zyanin (CuPc) verwendet werden.

[0149] BPPC, Perylen und DCM können als rote 
Emissionsschicht in der Emissionsschicht verwendet 
werden und insbesondere der Eu-Komplex, der 
durch Eu (DBM)3(Phen) dargestellt ist (siehe Kido, J., 
et. al, Appl. Phys., Band 35, Seiten L394-6, 1996 für 
etwaige Details), ist sehr monochromatisch auf 
Grund einer scharfen Emissionslinie bei der Wellen-
längen von 620 nm.

[0150] Typischerweise wird ein AlQ3 (8-Hydroxyqui-
nolinaluminium) Material, dem Quinacridon oder 
Koumarin mit einem Anteil von mehreren Mol-Pro-
zent hinzugefügt ist, als eine grüne Emissionsschicht 
verwendet werden.

[0151] Die chemische Formel ist nachfolgend dar-
gestellt.

[0152] Ferner kann typischerweise ein destilliertes 
Arylenaminodielektrikum, in welchem eine DAS-sub-
stituierte Amino-Gruppe dem DAS (destillierte Ary-
lendielektrikum) hinzugefügt ist, als eine blaue Emis-
sionsschicht verwendet werden. Insbesondere ist es 
vorteilhaft, das sehr leistungsfähige Material Disti-
lyl-Biphenyl (DPVBi) zu verwenden. Die chemische 
Formel davon ist nachfolgend dargestellt.

[0153] Ferner wird eine 300 nm dicke Siliziumnitrid-
schicht als eine zweite Passivierungsschicht 352 ge-
bildet und diese kann auch aufeinanderfolgend her-
gestellt werden, ohne dass die Umgebungsatmos-
phäre einwirkt, nachdem die Schutzelektrode 351
ausgebildet ist. Die gleichen Materialien, wie sie für 
die zweite Passivierungsschicht 49 aus Fig. 1 ver-
wendet sind, können auch in diesem Falle als die 
zweite Passivierungsschicht 352 eingesetzt werden.

[0154] In der Ausführungsform 1 wird eine vierlagi-
ge Struktur aus einer Löchereinprägeschicht, einer 

(Formel 6)

(Formel 7)
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Löchertransportschicht, einer Emissionsschicht und 
einer Elektroneneinprägeschicht verwendet, aber es 
gibt bereits Beispiele vieler Kombinationen und diese 
können ebenso verwendet werden. Des weiteren 
wird eine MgAg-Elektrode als die Kathode des 
EL-Elements in der Ausführungsform 1 verwendet, 
es können aber auch andere bekannte Materialien 
eingesetzt werden.

[0155] Die Schutzelektrode 351 wird gebildet, um 
die Beeinträchtigung der MgAg-Elektrode 350 zu ver-
hindern, und es wird eine metallische Schicht mit Alu-
minium als Hauptbestandteil typischerweise ange-
wendet. Es können auch andere Materialien einge-
setzt werden. Ferner sind die EL-Schicht 349 und die 
MgAg-Elektrode 350 besonders anfällig im Hinblick 
auf Feuchtigkeit und daher ist es vorteilhaft, eine auf-
einanderfolgende Herstellung bis zu der Schutzelek-
trode 351 auszuführen, ohne dass eine Einwirkung 
der Umgebungsatmosphäre stattfindet, so dass die 
EL-Schicht vor der Umgebungsatmosphäre ge-
schützt wird.

[0156] Zu beachten ist, dass die Schichtdicke der 
EL-Schicht 349 im Bereich von 10 bis 400 nm (typi-
scherweise von 60 bis 160 nm) liegen kann, und dass 
die Dicke der MgAg-Elektrode 350 im Bereich von 
180 bis 300 nm (typischerweise zwischen 200 und 
250 nm) liegt.

[0157] Die EL-Anzeigeeinrichtung mit dem in 
Fig. 5c gezeigten Aufbau ist nunmehr fertiggestellt. 
Durch Anordnen von TFT's mit optimaler Struktur 
nicht nur in den Pixelbereich, sondern auch in der An-
steuerschaltung besitzt die EL-Anzeigeeinrichtung 
mit der aktiven Matrix der Ausführungsform 1 eine 
äußerst große Zuverlässigkeit und die Betriebseigen-
schaften können verbessert werden.

[0158] Erstens, ein TFT mit einem Aufbau, in wel-
chem der Einfang energiereicher Ladungsträger 
möglichst verhindert wird, ohne dass ein Abfall der 
Arbeitsgeschwindigkeit auftritt, wird als ein n-Ka-
nal-TFT 205 der CMOS-Schaltung eingesetzt, die die 
Ansteuerschaltungen bilden. Zu beachten ist, dass 
die Ansteuerschaltungen, die hier genannt sind, 
Schaltungen mit einschließen, etwa ein Schiebere-
gister, einen Puffer, eine Pegelverschiebungsschal-
tung und eine Abtastschaltung (was auch als Trans-
fergatter bezeichnet wird). Wenn eine digitale An-
steuerung ausgeführt wird, können Signalumwand-
lungsschaltungen, etwa D/A-Wandler ebenfalls ent-
halten sein.

[0159] Im Falle der Ausführungsform 1 enthält eine 
aktive Schicht des n-Kanal-TFT's 205 ein Sourcege-
biet 355, ein Draingebiet 356, ein LDD-Gebiet 357
und ein kanalbildendes Gebiet 358, wie in Fig. 5c ge-
zeigt ist, und das LDD-Gebiet 357 überlappt mit der 
Gateelektrode 313, wobei die Gateisolationsschicht 

311 eingeschlossen wird.

[0160] Die Herstellung des LDD-Gebiets lediglich 
auf der Drainseite dient dazu, die Arbeitsgeschwin-
digkeit nicht herabzusetzen. Ferner ist es nicht not-
wendig, den Wert des Sperrstroms in dem n-Ka-
nal-TFT 205 zu berücksichtigen, und es kann mehr 
Wert auf die Arbeitsgeschwindigkeit gelegt werden. 
Es ist daher vorteilhaft, dass das LDD-Gebiet 357
vollständig mit der Gateelektrode 313 überlappt, um 
damit die Widerstandskomponente möglichst gering 
zu halten. Anders ausgedrückt, es ist vorteilhaft, jeg-
lichen Abstand zu vermeiden.

[0161] Die Funktionsbeeinträchtigen des LDD-Ka-
nal-TFT's 206 der CMOS-Schaltung auf Grund der 
Einprägung energiereicher Ladungsträger ist nahezu 
bedeutungslos und insbesondere wird daher ein 
LDD-Gebiet nicht gebildet. Es ist auch möglich, Maß-
nahmen gegen energiereiche Ladungsträger zu er-
greifen, indem ein LDD-Gebiet ähnlich zu jenem des 
n-Kanal-TFT's 205 gebildet wird.

[0162] Zu beachten ist, dass unter den Ansteuer-
schaltungen die Abtastschaltung in gewisser Weise 
speziell ist im Vergleich zu anderen Schaltungen und 
es fließt ein großer Strom in dem kanalbildenden Ge-
biet in beide Richtungen. D. h., die Funktionen des 
Source-Gebiets und des Drain-Gebiets können un-
tereinander ausgetauscht werden. Des weiteren ist 
es erforderlich, den Wert des Sperrstromes möglichst 
stark zu senken, und es ist unter dieser Vorausset-
zung vorteilhaft, einen TFT vorzusehen, der Funktio-
nen entsprechend einer Zwischenstufe zwischen 
dem Schalt-TFT und dem Stromsteuer-TFT besitzt.

[0163] Es ist daher vorteilhaft, einen TFT mit dem 
Aufbau, der in Fig. 9 gezeigt ist, als einen n-TFT vor-
zusehen, der die Abtastschaltung bildet. Wie in Fig. 9
gezeigt ist, überlappt ein Bereich von LDD-Gebieten 
901a und 901b mit einer Gateelektrode 903, wobei 
eine Gateisolationsschicht 902 mit eingeschlossen 
wird. Die Wirkung ist so, wie dies für den Stromsteu-
er-TFT 202 erläutert ist, und der Fall der Abtastschal-
tung unterscheidet sich beim Bilden der LDD-Gebiete 
901a und 901b hinsichtlich der Form, die ein kanalbil-
dendes Gebiet 904 einschließt.

[0164] Ferner wird ein Pixel mit dem in Fig. 1 ge-
zeigten Aufbau hergestellt, wodurch ein Pixelbereich 
entsteht. Die Strukturen eines Schalt-TFT's und eines 
Stromsteuer-TFT's, die in dem Pixel gebildet sind, 
sind bereits mit Bezug zu Fig. 1 erläutert, und daher 
wird diese Erläuterung hiermit weggelassen. Zu be-
achten ist, dass in der Praxis es vorteilhaft ist, ein 
Eindringen in ein Gehäuse (Verschließen) nach der 
Fertigstellung bis zum Zustand der Fig. 5c durchzu-
führen, wobei ein Gehäusematerial, etwa eine sehr 
gasdichte Schutzschicht (etwa ein Laminatfilm oder 
ein ultraviolett ausgehärteter Harzfilm) oder eine ke-
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ramische abdichtende Einkapselung verwendet wird, 
so dass es keine Einwirkung der Umgebungsatmos-
phäre gibt. Indem die Innenseite des Gehäusemate-
rials zu einer inerten Umgebung umgewandelt und in-
dem ein absorbierendes Mittel (beispielsweise Bari-
umoxid) in dem Gehäusematerial angeordnet wird, 
kann die Zuverlässigkeit (Lebensdauer) der 
EL-Schicht vergrößert werden.

[0165] Nachdem die Gasdichtigkeit durch den Pro-
zess des Eindringens in ein Gehäuse verbessert ist, 
wird eine Verbindungseinheit (eine flexible gedruckte 
Schaltung, FPC) für die Verbindung zwischen den 
Ausgangsanschlüssen von Elementen oder Schal-
tungen, die auf dem Substrat gebildet sind, und exter-
nen Signalanschlüssen befestigt, wodurch das Ferti-
gungsprodukt vervollständigt wird. Das EL-Anzeige-
bauelement ist in diesem Zustand für den Versand 
bereit und wird durchwegs in dieser Anmeldung als 
ein EL-Modul bezeichnet.

[0166] Der Aufbau des EL-Anzeigebauelements mit 
aktiver Matrix der Ausführungsform 1 wird hier unter 
Anwendung der perspektivischen Ansicht der Fig. 6
erläutert. Die EL-Anzeigevorrichtung mit aktiver Ma-
trix der Ausführungsform 1 ist auf einem Glassubstrat 
601 aufgebaut und setzt sich aus einem Pixel 602, ei-
ner Gate-seitigen Ansteuerschaltung 603 und einer 
Source-seitigen Ansteuerschaltung 604 zusammen. 
Ein Schalt-TFT 605 des Pixelbereichs ist ein n-Ka-
nal-TFT und ist an einer Kreuzung einer Gatever-
drahtung 606, die mit der Gate-seitigen Ansteuer-
schaltung 603 verbunden ist, und einer Sourcever-
drahtung 607 der Source-seitigen Ansteuerschaltung 
604 angeordnet. Ferner ist das Drain des 
Schalt-TFT's 605 elektrisch mit dem Gate eines 
Stromsteuer-TFT's 608 verbunden.

[0167] Des weiteren ist das Source des Stromsteu-
er-TFT's 608 mit einer Spannungsversorgungsleitung 
609 verbunden, und ein EL-Element 610 ist elektrisch 
mit dem Drain des Stromsteuer-TFT's 608 verbun-
den. Vorausgesetzt, dass der Stromsteuer-TFT 608
ein n-Kanal-TFT ist, ist es vorteilhaft, die Kathode des 
EL-Elements 610 mit dem Drain des Stromsteu-
er-TFT's 608 zu diesem Zeitpunkt zu verbinden. 
Wenn ferner der Stromsteuer-TFT 608 ein p-Ka-
nal-TFT ist, dann ist es vorteilhaft, die Anode des 
EL-Elements 610 mit dem Drain des Stromsteu-
er-TFT's 608 zu verbinden.

[0168] Es werden Eingangsverdrahtungen (Verbin-
dungsverdrahtungen) 612 und 613 und eine Ein-
gangsverdrahtung 614, die mit der Spannungsver-
sorgungsleitung 609 verbunden ist, anschließend in 
einem externen Eingangsanschluss FPC 611 herge-
stellt, um Signale zu der Ansteuerschaltungen zu 
übertragen.

[0169] In Fig. 7 ist ein Beispiel der Schaltungszu-

sammensetzung des in Fig. 6 gezeigten EL-Anzeige-
bauelements dargestellt. Das EL-Anzeigebauele-
ment der Ausführungsform 1 besitzt eine Source-sei-
tige Ansteuerschaltung 701, eine Gate-seitige An-
steuerschaltung (A) 707, eine Gate-seitige Ansteuer-
schaltung (B) 711 und einen Pixelbereich 706. Zu be-
achten ist, dass durchwegs in dieser Beschreibung 
Ansteuerschaltung bzw. Treiberschaltung ein Über-
begriff ist, der sowohl Source-seitige Verarbeitungs-
schaltungen und Gate-seitige Verarbeitungsschal-
tungen umfasst.

[0170] Die Soruce-seitige Ansteuerschaltung 701
ist mit einem Schieberegister 702, einer Pegelver-
schiebungsschaltung 703, einem Puffer 704 und ei-
ner Abtastschaltung (Transfergatter) 705 ausgestat-
tet. Des weiteren ist die Gate-seitige Ansteuerschal-
tung (A) 707 mit einem Schieberegister 708, einer 
Pegelverschiebungsschaltung 709 und einem Puffer 
710 versehen. Die Gate-seitige Ansteuerschaltung 
(B) 711 besitzt einen ähnlichen Aufbau.

[0171] Die Ansteuerspannung liegt in einem Be-
reich von 5 bis 16 Volt (typischerweise 10 Volt) für die 
Schieberegister 702 und 708, und der durch das Be-
zugszeichen 205 der Fig. 5c gekennzeichnete Auf-
bau ist für einen n-Kanal-TFT geeignet, der in einer 
CMOS-Schaltung eingesetzt wird, die die Schaltun-
gen bildet.

[0172] Ferner liegt die Ansteuerspannung in einem 
Bereich zwischen 14 und 16 Volt für die Pegelver-
schiebungsschaltungen 702 und 709 und für die Puf-
fer 704 und 710 hochpegelig, und ähnlich zu den Ver-
schiebungsschaltungen ist eine CMOS-Schaltung 
mit dem n-Kanal-TFT 205 aus Fig. 5c geeignet. Zu 
beachten ist, dass die Verwendung einer Mehrfach-
gatestruktur, etwa einer Doppelgatestruktur oder ei-
ner Triplegatestruktur für die Gateverdrahtungen 
günstig ist, um die Zuverlässigkeit der Schaltung zu 
verbessern.

[0173] Die Ansteuerspannung liegt zwischen 14 
und 16 Volt für die Abtastschaltung 705, wobei es je-
doch notwendig ist, den Wert des Sperrstroms zu 
verringern, da das Source-Gebiet und das Drain-Ge-
biet invertieren und daher ist eine CMOS-Schaltung, 
die in n-Kanal-TFT 208 aus Fig. 9 enthält, geeignet.

[0174] Des weiteren liegt die Ansteuerspannung 
des Pixelbereichs 706 zwischen 14 und 16 Volt und 
es ist ein Pixel mit dem in Fig. 1 gezeigten Aufbau 
vorgesehen.

[0175] Zu beachten ist, dass der obige Aufbau in ef-
fizienter Weise realisiert werden kann, indem TFT's 
gemäß den Fertigungsprozessen hergestellt werden, 
die in den Fig. 3 bis Fig. 5c gezeigt sind. Ferner ist 
lediglich der Aufbau des Pixelbereichs und der An-
steuerschaltung in der Ausführungsform 1 gezeigt, 
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es ist aber auch möglich, andere Logikschaltungen 
zusätzlich zu den Ansteuerschaltungen auf dem glei-
chen Substrat und gemäß dem Fertigungsprozess 
der Ausführungsform der Ausführungsform 1 herzu-
stellen, etwa eine Signalteilerschaltung, einen 
D/A-Wandler, eine Operationsverstärkerschaltung 
und eine γ-Kompensationsschaltung. Ferner ist zu 
beachten, dass Schaltungen, etwa ein Speicherbe-
reich und ein Mikroprozessor, ebenso hergestellt 
werden können.

[0176] Es wird nun eine Erläuterung des EL-Moduls 
der Ausführungsform 1, das das Gehäusematerial 
enthält, unter Bezugnahme auf die Fig. 17a und 
Fig. 17b angegeben. Zu beachten ist, dass bei Be-
darf die in den Fig. 6 und Fig. 7 verwendeten Symbo-
le auch hier benutzt werden.

[0177] Ein Pixelbereich 1701, eine Source-seitige 
Ansteuerschaltung 1702 und eine Gate-seitige An-
steuerschaltung 1703 sind auf einem Substrat 1700
(das eine Basisschicht unter einem TFT aufweist) 
ausgebildet. Diverse Verdrahtungen für die jeweili-
gen Ansteuerschaltungen sind mit externen Geräten 
über den FPC 611 durch die Eingangsverdrahtungen 
612 bis 614 verbunden.

[0178] Ein Gehäusematerial 1704 ist zu diesem 
Zeitpunkt ausgebildet und umschließt zumindest den 
Pixelbereich und vorzugsweise die Ansteuerschal-
tungen und den Pixelbereich. Zu beachten ist, dass 
das Gehäusematerial 1704 eine irrreguläre Form auf-
weisen kann, in der der Innenraum größer ist als die 
externen Abmessungen des EL-Elements, oder wo-
bei eine Schichtform vorgesehen ist, die mit dem 
Substrat 1700 mittels eines Klebematerials 1705 ver-
bunden ist, um damit einen luftdichten Raumbereich 
zusammen mit dem Substrat 1700 zu bilden. Damit 
befindet sich das EL-Element in einem vollständig 
abgedichteten Zustand in dem obigen luftdichten 
Raumbereich und ist vollständig von der externen 
Umgebungsatmosphäre abgeschnitten. Zu beachten 
ist, dass eine Vielzahl von Gehäusematerialien 1704
gebildet werden können.

[0179] Es ist vorteilhaft, eine isolierende Substanz, 
etwa Glas oder ein Polymer als das Gehäusematerial 
1704 zu verwenden. Im Folgenden sind einige Bei-
spiele angegeben: amorphes Glas (etwa Borsilikat-
glas oder Quarz); kristallisiertes Glas; Keramikglas; 
organische Harze (etwa Acrylharze, Styrenharze, 
Polykarbonatharze, Epoxieharze); und Silikon-Har-
ze. Ferner können auch keramische Materialien ver-
wendet werden. Des weiteren ist es möglich, voraus-
gesetzt, dass das Klebematerial 1705 ein isolieren-
des Material ist, ein Metallmaterial, etwa rostfreie Le-
gierungen zu verwenden. Es ist möglich, ein Klebe-
mittel, etwa einen Epoxieharz oder ein Acrylatharz 
als Material des Klebemittels 1705 zu verwenden. 
Des weiteren kann ein thermisch ausgehärtetes Harz 

oder ein mit Licht ausgehärtetes Harz als das Klebe-
mittel verwendet werden. Zu beachten ist, dass es er-
forderlich sein kann, ein Material zu verwenden, 
durch welches Sauerstoff und Feuchtigkeit möglichst 
nicht durchgelassen werden.

[0180] Des weiteren ist es vorteilhaft, eine Öffnung 
1706 zwischen dem Gehäusematerial und dem Sub-
strat 1700 mit einem inerten Gas (etwa Argon, Heli-
um oder Stickstoff) zu füllen. Für das Gas bestehen 
keine Beschränkungen und es ist auch möglich, eine 
inerte Flüssigkeit (etwa flüssiges Fluorkohlenstoff, ty-
pischerweise Perfluoralkan) zu verwenden. Die Ma-
terialien, etwa wie sie in der japanischen Patentoffen-
legungsschrift Hei 8-78519 offenbart sind, können als 
inerte Flüssigkeiten eingesetzt werden. Der Raumbe-
reich kann auch mit einem Harz gefüllt werden.

[0181] Es ist vorteilhaft, ein Trocknungsmittel in die 
Öffnung 1706 einzufüllen. Es können Materialien, wie 
sie in der japanischen Patentoffenlegungsschrift Hei 
9-148066 offenbart sind, als Trocknungsmittel einge-
setzt werden. Typischerweise wird Bariumoxid ver-
wendet. Des weiteren ist es vorteilhaft, ein antioxidie-
rendes Mittel und nicht nur ein Trocknungsmittel zu 
verwenden.

[0182] Es sind eine Vielzahl von isolierten Pixel mit 
EL-Elementen in dem Pixelbereich ausgebildet, wie 
in Fig. 17b gezeigt ist, und alle Pixel besitzen eine 
Schutzelektrode 1707 als gemeinsame Elektrode. In 
der Ausführungsform 1 ist es vorteilhaft die 
EL-Schicht, die Kathode (MgAg-Elektrode) und die 
Schutzelektrode aufeinanderfolgend bzw. in-situ her-
zustellen, ohne dass eine Einwirkung der Umge-
bungsatmosphäre stattfindet. Die EL-Schicht und die 
Kathode werden unter Anwendung des gleichen 
Maskenmaterials hergestellt und vorausgesetzt, 
dass nur die Schutzelektrode durch ein separates 
Maskenmaterial gebildet wird, kann somit der Aufbau 
aus Fig. 17b realisiert werden.

[0183] Die EL-Schicht und die Kathode können nur 
in dem Pixelbereich hergestellt werden, und es ist 
nicht notwendig, diese in den Ansteuerschaltungen 
vorzusehen. Es gibt natürlich keine Probleme, wenn 
diese Komponenten auch in den Ansteuerschaltun-
gen hergestellt werden, aber unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass Alkalimetalle in der EL-Schicht 
enthalten sind, ist es vorteilhaft, diese Komponenten 
nicht über den Ansteuerschaltungen auszubilden.

[0184] Zu beachten ist, dass eine Eingangsverdrah-
tung 1709 mit der Schutzelektrode 1707 in einem Ge-
biet verbunden ist, das durch das Bezugszeichen 
1708 gekennzeichnet ist. Die Eingangsverdrahtung 
1709 ist eine Verdrahtung zum Vorsehen einer vor-
eingestellten Spannung für die Schutzelektrode 1707
und ist mit dem FPC 611 über ein leitendes Material 
in Form einer Paste (typischerweise ein anisotroper 
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leitender Film) 1710 verbunden.

[0185] Unter Bezugnahme auf die Fig. 18a bis 
Fig. 18c wird nun ein Herstellungsprozess zur Ver-
wirklichung einer Kontaktstruktur in dem Gebiet 1708
erläutert.

[0186] Zunächst wird der Zustand aus Fig. 5a ge-
mäß den Prozessen der Ausführungsform 1 erreicht. 
Zu diesem Zeitpunkt werden die erste Zwischen-
schichtisolationsschicht 336 und die Gateisolations-
schicht 311 von den Rändern des Substrats entfernt 
(in dem Gebiet, das durch das Bezugszeichen 1708
in Fig. 17b gekennzeichnet ist) und die Eingangsver-
drahtung 1709 wird auf diesem Gebiet hergestellt. 
Die Source-Verdrahtungen und die Drain-Verdrah-
tungen aus Fig. 5a werden selbstverständlich zur 
gleichen Zeit hergestellt. (siehe Fig. 18a).

[0187] Wenn die zweite Zwischenschichtisolations-
schicht 347 und die erste Passivierungsschicht 344 in 
Fig. 5b geätzt werden, wird als nächstes ein Gebiet, 
das durch das Bezugszeichnen 1801 gekennzeich-
net ist, entfernt und es wird ein offener Bereich 1802
gebildet. (siehe Fig. 18b)

[0188] Die Prozesse zur Herstellung des EL-Ele-
ments (Prozesse zur Herstellung der Pixelelektrode, 
EL-Schicht und der Kathode) in dem Pixelbereich 
werden in diesem Zustand ausgeführt. Es wird ein 
Maskenmaterial in dem in den Fig. 18a bis Fig. 18c
gezeigten Gebiet zu dieser Zeit verwendet, so dass 
das EL-Element in diesem Gebiet nicht gebildet wird. 
Nach dem Herstellen der Kathode 349 wird die 
Schutzelektrode 250 unter Anwendung eines separa-
ten Maskenmaterials hergestellt. Die Schutzelektro-
de 350 und die Eingangsverdrahtung 1709 sind somit 
elektrisch angeschlossen. Ferner wird die zweite 
Passivierungsschicht 352 gebildet, und es wird der 
Zustand der Fig. 18c erreicht.

[0189] Es wird somit die Kontaktstruktur des durch 
das Bezugszeichen 1708 in Fig. 17b gekennzeich-
neten Gebietes mittels der obigen Schritte realisiert. 
Die Eingangsverdrahtung 1709 wird dann an den 
FPC 611 über die Öffnung zwischen dem Gehäuse-
material 1704 und dem Substrat 1700 angeschlos-
sen (zu beachten ist, dass diese Öffnung durch das 
Klebemittel 1705 gefüllt ist. Mit anderen Worten, es 
ist erforderlich, dass die Dicke des Klebemittels 1705
so gewählt ist, dass es in ausreichender Weise die 
Stufe der Eingangsverdrahtung ausgleichen kann. 
Zu beachten ist, dass eine Erläuterung der Eingangs-
verdrahtung 1709 hier angegeben ist, aber dass an-
dere Eingangsverdrahtungen 612 bis 614 in ähnli-
cher Weise mit dem FPC 611 durch Verlauf unter 
dem Gehäusematerial 1704 angeschlossen werden.

Ausführungsform 2

[0190] In der Ausführungsform 2 ist ein Beispiel ei-
nes Pixelaufbaus in Fig. 10 gezeigt, der sich von dem 
in Fig. 2b gezeigten Aufbau unterscheidet.

[0191] Die zwei in Fig. 2b gezeigten Pixelanordnun-
gen sind symmetrisch hinsichtlich der Versorgungs-
spannungsleitung in der Ausführungsform 2 ange-
ordnet. D. h., wie in Fig. 10 gezeigt ist, kann durch 
die gemeinsame Verwendung der Versorgungsspan-
nungsleitung 213 für die beiden Pixel, die benachbart 
zu der Versorgungsspannungsleitung liegen, die An-
zahl der erforderlichen Verdrahtungen reduziert wer-
den. Zu beachten ist, dass der Aufbau der TFT's, die 
innerhalb des Pixels angeordnet sind, unverändert 
bleiben kann. Wenn diese Art des Aufbaus angewen-
det wird, ist es möglich, einen Pixelbereich mit hoher 
Auflösung herzustellen, wodurch die Bildqualität ver-
bessert wird.

[0192] Zu beachten ist, dass der Aufbau der Ausfüh-
rungsform 2 in einfacher Weise entsprechend den 
Fertigungsprozessen der Ausführungsform 1 reali-
siert werden kann, und dass die Erläuterungen der 
Ausführungsform 1 und der Fig. 1 auch auf entspre-
chende Punkte, etwa den Aufbau der TFT's ange-
wendet werden können.

Ausführungsform 3

[0193] Es wird nun ein Fall der Herstellung eines Pi-
xelbereichs mit einem Aufbau, der sich von jenem der 
Fig. 1 unterscheidet, unter Anwendung der Fig. 11
als Ausführungsform 3 erläutert. Zu beachten ist, 
dass Prozesse bis zur Herstellung der zweiten Zwi-
schenschichtisolationsschicht 44 entsprechend der 
Ausführungsform 1 ausgeführt werden können. Fer-
ner sind die Strukturen des Schalt-TFT's 201 und des 
Stromsteuer-TFT's 202, die von der zweiten Zwi-
schenschichtisolationsschicht 44 bedeckt sind, die 
gleichen wie in Fig. 1 und daher wird die Erläuterung 
davon weggelassen.

[0194] Im Falle der Ausführungsform 3 werden eine 
Pixelelektrode 51, eine Kathode 52 und eine 
EL-Schicht 53 nach dem Bilden eines Kontaktloches 
in der zweiten Zwischenschichtisolationsschicht 44
und der ersten Passivierungsschicht 41 gebildet. Die 
Kathode 52 und die EL-Schicht 53 werden aufeinan-
derfolgend ohne Einwirkung der Umgebungsatmos-
phäre mittels Vakuumdampfabscheidung in der Aus-
führungsform 3 hergestellt, und gleichzeitig werden 
eine mit roter Farbe emittierende EL-Schicht, eine mit 
grüner Farbe emittierende EL-Schicht und eine mit 
blauer Farbe emittierende Schicht selektiv in separa-
ten Pixel unter Anwendung eines Maskenmaterials 
hergestellt. Zu beachten ist, dass obwohl lediglich ein 
einzelnes Pixel in Fig. 11 gezeigt ist, Pixel mit dem 
gleichen Aufbau entsprechend den Farben rot, grün 
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und blau hergestellt werden, und dass die Farbanzei-
ge mittels dieser Pixel verwirklicht werden kann. Es 
können bekannte Materialien für die jeweiligen 
EL-Schichten mit den diversen Farben eingesetzt 
werden.

[0195] Es wird eine 150 nm dicke Aluminiumlegie-
rungsschicht (eine Aluminiumschicht mit 1 Gewichts-
prozent Titan) als die Pixelelektrode 51 in der Ausfüh-
rungsform 3 vorgesehen. Vorausgesetzt, dass ein 
metallisches Material verwendet wird, kann ein belie-
biges Material als das Pixelelektrodenmaterial ver-
wendet werden, wobei es vorteilhaft ist, ein Material 
mit einer hohen Reflektivität einzusetzen. Des weite-
ren wird eine 230 nm dicke MgAg-Elektrode als die 
Kathode 52 eingesetzt, und die Schichtdicke der 
EL-Schicht 53 beträgt 90 nm (einschließlich einer 20 
nm Elektronentransportschicht, einer 40 nm Emissi-
onsschicht und einer 30 nm Löchertransportschicht).

[0196] Eine Anode, die aus einem transparenten lei-
tenden Schichtmaterial (eine ITO-Schicht in der Aus-
führungsform 3) hergestellt ist, wird als nächstes mit 
einer Dicke von ungefähr 110 nm gebildet. Es wird 
somit ein EL-Element 209 gebildet, und wenn eine 
zweite Passivierungsschicht 55 durch die gleichen 
Materialien, wie sie in der Ausführungsform 1 gezeigt 
sind, gebildet wird, dann ergibt sich eine Pixel mit 
dem Aufbau, der in Fig. 11 gezeigt ist.

[0197] Wenn der Aufbau der Ausführungsform 3 
verwendet wird, wird das von dem jeweiligen Pixel er-
zeugte rote, grüne oder blaue Licht entgegengesetzt 
zu dem Substrat ausgesendet, auf welchem die 
TFT's gebildet sind. Aus diesem Grunde kann nahezu 
die gesamt Fläche innerhalb der Pixel, d. h. das Ge-
biet, in welchem die TFT's gebildet sind, als eine ef-
fektive Strahlungsregion verwendet werden. Folglich 
gibt es einen starken Zuwachs in der effektiven 
Strahlungsoberfläche der Pixel und die Helligkeit und 
das Kontrastverhältnis (das Verhältnis zwischen hell 
und dunkel) des Bildes werden verbessert.

[0198] Zu beachten ist, dass es möglich ist, die Zu-
sammensetzung der Ausführungsform 3 mit den 
Strukturen der Ausführungsformen 1 und 2 in beliebi-
ger Weise zu kombinieren.

Ausführungsform 4

[0199] Mit Bezugnahme zu den Fig. 12a und 
Fig. 12b wird nunmehr die Herstellung eines Pixels 
zu dem Aufbau, der sich von jenem der Fig. 2 der 
Ausführungsform 1 unterscheidet, erläutert.

[0200] In Fig. 12a bezeichnet das Bezugszeichen 
1201 einen Schalt-TFT, der eine aktive Schicht 56, 
eine Gateelektrode 57a, eine Gateverdrahtung 57b, 
eine Sourceverdrahtung 58 und eine Drainverdrah-
tung 59 aufweist. Des weiteren bezeichnet das Be-

zugszeichnen 1202 einen Stromsteuer-TFT, der eine 
aktive Schicht 60, eine Gateelektrode 61, eine Sour-
ceverdrahtung 62 und eine Drainverdrahtung 63 auf-
weist. Die Sourcverdrahtung 62 des Stromsteu-
er-TFT's 1202 ist mit einer Versorgungsspannungs-
leitung 64 verbunden, und die Drainverdrahtung 63
ist mit einem EL-Element 65 verbunden. Fig. 12b
zeigt die Schaltungszusammenstellung dieses Pi-
xels.

[0201] Der Unterschied zwischen der Fig. 12a und 
der Fig. 2a besteht in dem Aufbau des Schalt-TFT's. 
In der Ausführungsform 4 wird die Gateelektrode 57a
mit einer kleinen Leitungsbreite zwischen 0,1 und 5 
μm hergestellt, und die aktive Schicht 56 ist so gebil-
det, dass sie diesen Bereich durchquert. Die Gate-
verdrahtung 57b ist so ausgebildet, dass sie elek-
trisch die Gateelektrode 57a jedes Pixels miteinander 
verbindet. Es wird somit eine Dreifach-Gatestruktur, 
die nicht sehr viel Oberflächenbereich einnimmt, ver-
wirklicht.

[0202] Andere Bereiche sind ähnlich zu jenen der 
Fig. 2a und die effektive emittierende Oberfläche 
wird größer, da die Oberfläche, die ausschließlich 
von dem Schalt-TFT eingenommen wird, kleiner ist, 
wenn der Aufbau der Ausführungsform 4 eingesetzt 
wird. Anders ausgedrückt, die Bildhelligkeit wird er-
höht. Es kann eine Gatestruktur verwirklicht werden, 
in der eine Redundanz erhöht ist, um den Wert des 
Sperrstroms zu reduzieren, und damit kann die Bild-
qualität noch weiter verbessert werden.

[0203] Zu beachten ist, dass in dem Aufbau der 
Ausführungsform 4 die Versorgungsspannungslei-
tung 64 gemeinsam für benachbarte Pixel wie in der 
Ausführungsform 2 vorgesehen werden kann und 
dass ein Aufbau ähnlich der Ausführungsform 3 auch 
eingesetzt werden kann. Des weiteren sind die Pro-
zesse zur Herstellung entsprechend den Prozessen, 
wie sie auch in der Ausführungsform 1 eingesetzt 
werden.

Ausführungsform 5

[0204] In den Ausführungsformen 1 bis 4 wurden 
Beispiele erläutert, in denen ein TFT mit Obersei-
tengate eingesetzt wird, wobei die vorliegende Erfin-
dung auch zur Anwendung eines TFT mit Untersei-
tengate eingerichtet werden kann. Mit Bezug zu 
Fig. 13 wird die vorliegende Erfindung unter Anwen-
dung eines TFT mit umgekehrter Staffelung gemäß
der Ausführungsform 5 erläutert. Zu beachten ist, 
dass mit Ausnahme des Aufbaus des TFT's die Struk-
tur die gleiche ist wie in Fig. 1 und daher werden die 
gleichen Symbole wie in Fig. 1 bei Bedarf verwendet.

[0205] In Fig. 13 können ähnliche Materialien wie in 
Fig. 1 für das Substrat 11 und die Basisschicht 12
verwendet werden. Ein Schalt-TFT 1301 und ein 
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Stromsteuer-TFT 1302 werden dann auf der Basis-
schicht 12 hergestellt.

[0206] Der Schalt-TFT 1301 umfasst: Gateelektro-
den 70a und 70b; eine Gateverdrahtung 71; eine 
Gateisolationsschicht 72; ein Sourcegebiet 73; ein 
Draingebiet 74; LDD-Gebiete 75a bis 75d; ein stark 
dotiertes Gebiet 76; kanalbildende Gebiete 77a und 
77b; Kanalschutzschichten 78a und 78b; eine erste 
Zwischenschichtisolationsschicht 79; eine Source-
verdrahtung 80 und eine Drainverdrahtung 81.

[0207] Des weiteren umfasst der Stromsteuer-TFT 
1302: eine Gateelektrode 82; die Gateisolations-
schicht 72; ein Sourcegebiet 83; ein Draingebiet 84; 
ein LDD-Gebiet 85; ein kanalbildendes Bild 86; eine 
Kanalschutzschicht 87; eine erste Zwischenschichti-
solationsschicht 79; eine Sourceverdrahtung 88; und 
eine Drainverdrahtung 89. Die Gateelektrode 82 ist 
elektrisch mit der Drainverdrahtung 81 des 
Schalt-TFT's 1301 zu diesem Zeitpunkt verbunden.

[0208] Zu beachten ist, dass der obige Schalt-TFT 
1301 und der Stromsteuer-TFT 1302 gemäß bekann-
ter Verfahren für TFT mit ungekehrter Staffelung her-
gestellt werden können. In ähnlicher Weise können 
gleiche Materialien verwendet werden, wie sie in ent-
sprechenden Bereichen der TFT's mit Oberseitenga-
tes der Ausführungsform 1 für den jeweiligen Bereich 
verwendet sind (etwa Verdrahtungen, Isolations-
schichten und aktive Schichten), die in den obigen 
TFT's vorgesehen sind. Zu beachten ist, dass die Ka-
nalschutzschichten 78a, 78b und 87, die in dem Auf-
bau des TFT's mit Oberseitengates nicht verwendet 
sind, durch eine isolierende Schicht mit Silizium her-
gestellt werden können. Des weiteren gilt im Hinblick 
auf die Herstellung von dotierten Gebieten, etwa den 
Source-Gebieten, den Drain-Gebieten und den 
LDD-Gebieten, dass diese unter Anwendung von 
Photolithographietechniken und individuelles Einstel-
len der Dotierstoffkonzentration hergestellt werden 
können.

[0209] Wenn die TFT's fertiggestellt sind, ist ein Pi-
xel bereitgestellt, das ein EL-Element 1303 aufweist, 
in welchem die erste Passivierungsschicht 41, die 
Isolationsschicht (Einebnungsschicht 44), die zweite 
Passivierungsschicht 49, die Pixelelektrode (Anode) 
46, die EL-Schicht 47, die MgAg-Elektrode (Kathode) 
45, die Aluminiumelektrode (Schutzschicht) 48 und 
die dritte Passivierungsschicht 50 in dieser Reihen-
folgen hergestellt sind. Es wird auf die Ausführungs-
form in Bezug auf Fertigungsprozesse und Materia-
lien für den oben genannten Aufbau verwiesen.

[0210] Zu beachten ist, dass es möglich ist, den Auf-
bau der Ausführungsform 5 in geeigneter Wiese mit 
dem Aufbau der Ausführungsformen 2 bis 4 zu kom-
binieren.

Ausführungsform 6

[0211] Es ist vorteilhaft, ein Material mit einer hohen 
thermischen Strahlungswirkung ähnlich zu jener der 
ersten Passivierungsschicht 41 und der zweiten Pas-
sivierungsschicht 49 als die Basisschicht zu verwen-
den, die zwischen der aktiven Schicht und dem Sub-
strat in den Strukturen der Fig. 5c der Ausführungs-
form 1 oder der Fig. 1 ausgebildet ist. Insbesondere 
kann ein hoher Strom in den Stromsteuer-TFT flie-
ßen, und daher wird Wärme erzeugt und eine Beein-
trächtigung auf Grund der selbst erzeugten Wärme 
kann problematisch sein. Die thermische Funktions-
beeinträchtigung des TFT kann verhindert werden, 
indem die Basisschicht der Ausführungsform 6 ver-
wendet wird, die in diesem Falle eine thermische 
Strahlungswirkung entwickelt. Die Wirkung des 
Schutzes vor der Diffusion beweglicher Ionen von 
dem Substrat ist ebenfalls sehr wichtig und daher ist 
es vorteilhaft, eine Schichtstruktur mit einer Verbin-
dung mit Si, Al, N, O und M und eine Isolationsschicht 
mit Silizium ähnlich zu der ersten Passivierungs-
schicht 41 zu verwenden.

[0212] Zu beachten ist, dass es möglich ist, den Auf-
bau für die Ausführungsform 6 durch Kombinieren 
von Komponenten der Fig. 1 bis 5 zu gestalten.

Ausführungsform 7

[0213] Wenn der in der Ausführungsform 3 gezeigte 
Pixelaufbau verwendet wird, wird das von der 
EL-Schicht ausgesandte Licht in die Richtung entge-
gengesetzt zum Substrat ausgestrahlt und es ist da-
her notwendig, die Durchlässigkeit der Materialien zu 
berücksichtigen, etwa der Isolationsschicht, die zwi-
schen dem Substrat und der Pixelelektrode vorgese-
hen ist. Anders ausgedrückt, Materialien, die eine et-
was geringere Durchlässigkeit besitzen, können 
ebenso verwendet werden.

[0214] Es ist daher vorteilhaft, eine Kohlenstoff-
schicht zu verwenden, etwa eine Diamantdünn-
schicht, eine diamantähnliche Kohlenstoffschicht 
oder eine amorphe Kohlenstoffschicht als die Basis-
schicht 12 oder die erste Passivierungsschicht 41. 
Anders ausgedrückt, da es nicht notwendig ist, die 
Verringerung der Durchlässigkeit zu berücksichtigen, 
kann die Schichtdicke auf einen hohen Wert gesetzt 
werden, etwa 100 bis 500 nm, und es ist möglich, 
eine sehr hohe thermische Strahlungswirkung zu er-
reichen.

[0215] Im Hinblick auf die Verwendung der obigen 
Kohlenstoffschichten in der zweiten Passivierungs-
schicht 49 ist zu beachten, dass eine Verringerung 
der Durchlässigkeit vermieden werden muss und da-
her ist es vorteilhaft, die Schichtdicke auf einen Be-
reich zwischen 5 und 100 nm festzulegen.
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[0216] Zu beachten ist, dass in der Ausführungs-
form 7 es vorteilhaft ist, eine Schichtstruktur mit einer 
weiteren Isolationsschicht vorzusehen, wenn eine 
Kohlenstoffschicht in der Basisschicht 12, der ersten 
Passivierungsschicht 41 oder der zweiten Passivie-
rungsschicht 49 vorgesehen ist.

[0217] Ferner ist die Ausführungsform 7 vorteilhaft, 
wenn der in der Ausführungsform 3 gezeigte Pixe-
laufbau verwendet wird, und für andere Strukturen ist 
es möglich, im Aufbau der Ausführungsform 7 wahl-
weise Strukturen der Ausführungsformen 1 bis 6 zu 
verwenden.

Ausführungsform 8

[0218] Die Größe des Sperrstroms in dem 
Schalt-TFT im Pixel des EL-Anzeigebauelements 
wird reduziert, indem eine Mehrfachgatestruktur für 
den Schalt-TFT verwendet wird, und die vorliegende 
Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Spei-
cherkondensator nicht mehr erforderlich ist. In die-
sem Bauelement wird die Oberfläche damit gut aus-
genutzt, die ansonsten für den Speicherkondensator 
reserviert ist, so dass dieser Oberflächenbereich als 
Emissionsgebiet verwendet werden kann.

[0219] Selbst wenn der Speicherkondensator nicht 
vollständig eliminiert wird, kann jedoch eine Vergrö-
ßerung der effektiven Emissionsfläche entsprechend 
dem Betrag, mit dem diese Oberfläche für den Kon-
densator kleiner gemacht werden kann, verwirklicht 
werden. Anders ausgedrückt, die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung kann in ausreichender Weise ge-
löst werden, indem der Wert des Sperrstromes redu-
ziert wird, wobei eine Mehrfachgatestruktur für den 
Schalt-TFT verwendet wird, und indem die Oberflä-
che des Speicherkondensators reduziert wird.

[0220] Es ist daher möglich, einen Pixelaufbau zu 
verwenden, wie er auch in Fig. 14 gezeigt ist. Zu be-
achten ist, dass bei Bedarf die in Fig. 1 benutzen 
Symbole auch in der Fig. 14 verwendet werden.

[0221] Der Unterschied zwischen Fig. 14 und Fig. 1
ist das Vorhandensein eines Speicherkondensators 
1401, der mit dem Schalt-TFT verbunden ist. Der 
Speicherkondensator 1401 wird durch ein Halbleiter-
gebiet (untere Elektrode) gebildet, das sich von dem 
Draingebiet 14 zu dem Schalt-TFT 201 erstreckt, und 
wird ferner durch die Gateisolationsschicht 18 und 
die Kondensatorelektrode (obere Elektrode) 1403
gebildet. Die Kondensatorelektrode 1403 wird gleich-
zeitig mit den Gateelektroden 19a, 19b und 35 des 
TFT's gebildet.

[0222] Eine Draufsicht ist in Fig. 15a gezeigt. Die 
Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' aus der 
Draufsicht der Fig. 15a entspricht der Fig. 14. Wie in 
Fig. 15a gezeigt ist, ist die Kondensatorelektrode 

1403 elektrisch mit dem Sourcgebiet 31 des Strom-
steuer-TFT's über eine Verbindungsverdrahtung 
1404 verbunden, die elektrisch mit der Kondensator-
elektor 1403 verbunden ist. Zu beachten ist, dass die 
Verbindungsverdrahtung 1404 gleichzeitig mit den 
Sourceverdrahtungen 21 und 36 und den Drainver-
drahtungen 22 und 37 hergestellt wird. Ferner die 
Fig. 15b den Schaltungsaufbau aus der Draufsicht 
der Fig. 15a.

[0223] Zu beachten ist, dass der Aufbau der Ausfüh-
rungsform 8 in beliebiger Weise gemäß den Struktu-
ren der Ausführungsformen 1 bis 7 variiert werden 
kann. Anders ausgedrückt, es ist nur der Speicher-
kondensator innerhalb des Pixels hergestellt, und es 
gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf die 
TFT-Struktur oder die EL-Schichtmaterialien.

Ausführungsform 9

[0224] Es wird die Laserkristallisierung als Mittel zur 
Herstellung der kristallinen Siliziumschicht 302 in der 
Ausführungsform 1 eingesetzt, und es wird nun ein 
Beispiel unter Anwendung unterschiedlicher Mittel 
zur Kristallisierung in der Ausführungsform 9 erläu-
tert.

[0225] Nach dem Herstellen einer amorphen Silizi-
umschicht in der Ausführungsform 9 wird eine Kristal-
lisierung unter Anwendung einer Technik durchge-
führt, die in der japanischen Patentoffenlegungs-
schrift Hei 7-130652 erläutert ist. Die in der obigen 
Patentoffenlegungsschrift beschriebene Technik be-
steht darin, dass eine kristalline Siliziumschicht mit 
einer guten Kristallqualität erhalten wird, indem ein 
Element, etwa Nickel als Katalysator zum Unterstüt-
zen des Kristallisierungsprozesses verwendet wird.

[0226] Nachdem der Kristallisierungsprozess abge-
schlossen wird, wird ein Prozess zum Entfernen des 
Katalysators, der in der Kristallisierung verwendet 
wurde, ausgeführt. In diesem Falle kann der Kataly-
sator unter Anwendung von Verfahren gebunden 
werden, die in der japanischen Patentoffenlegungs-
schrift Hei 10-270663 oder in der japanischen Paten-
toffenlegungsschrift Hei 8-330602 beschrieben sind.

[0227] Des weiteren kann ein TFT unter Anwendung 
von Verfahren hergestellt werden, die in der Be-
schreibung der japanischen Patentoffenlegungs-
schrift Hei 11-076967 vom Anmelder der vorliegen-
den Erfindung aufgezeigt sind.

[0228] Die Prozesse zur Herstellung, die in der Aus-
führungsform 1 gezeigt sind, sind nur eine einzelne 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und vo-
rausgesetzt, dass der Aufbau der Fig. 1 oder der 
Fig. 5c der Ausführungsform 1 verwirklicht werden 
kann, können auch andere Fertigungsprozesse ohne 
Probleme dafür vorgesehen werden.
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[0229] Zu beachten ist, dass es möglich ist, die Aus-
führungsform 9 mit jeweils den Ausführungsformen 1 
bis 8 in beliebiger Weise zu kombinieren.

Ausführungsform 10

[0230] Beim Ansteuern der EL-Anzeigeeinrichtung 
der vorliegenden Erfindung kann eine analoge An-
steuerung unter Anwendung eines analogen Signals 
als Bildsignal oder es kann eine digitale Ansteuerung 
unter Anwendung eines digitalen Signals eingesetzt 
werden.

[0231] Wenn eine analoge Ansteuerung gewählt 
wird, wird das analoge Signal zu einer Sourcever-
drahtung eines Schalt-TFT's geleitet und das analoge 
Signal, das eine Graustufeninformation enthält, re-
präsentiert die Gatespannung des Stomsteuer-TFT's. 
Der in einem EL-Element fließende Strom wird dann 
durch den Stromsteuer-TFT gesteuert, die von dem 
EL-Element ausgesendete Intensität wird gesteuert 
und die Graustufenanzeige wird somit verwirklicht. In 
diesem Falle ist vorteilhaft, den Stromsteuer-TFT im 
Sättigungsgebiet zu betreiben. Anders ausgedrückt, 
es ist vorteilhaft, den TFT innerhalb der Bedingungen 
|Vds| > |Vgs-Vth| zu betreiben. Zu beachten ist, dass 
Vgs die Spannungsdifferenz zwischen einem Source-
gebiet und einem Draingebiet ist, Vgs die Spannungs-
differenz zwischen dem Sourcegebiet und einer Ga-
teelektrode ist und Vth die Einsetzspannung oder 
Schwellwertspannung des TFT's ist.

[0232] Wenn andererseits eine digitale Ansteue-
rung ausgewählt wird, unterscheidet sich diese von 
der analogen Graustufenanzeige und es wird eine 
Graustufenanzeige durch zeitlich aufgeteilte Ansteu-
erung erreicht (eine Ansteuerung mittels des zeitli-
chen Ein/Aus-Verhältnisses entsprechend der Grau-
stufe) oder es wird eine Graustufenansteuerung er-
reicht, indem ein Verhältnis der Oberflächenbereiche 
entsprechend eingestellt wird. D. h., durch Regulie-
ren der Länge der Emissionszeit oder des Verhältnis-
ses der Emissionsoberfläche können die Farbgrau-
stufen optisch eingestellt werden. In diesem Falle ist 
es vorteilhaft, den Stromsteuer-TFT in dem linearen 
Gebiet zu betreiben. Anders ausgedrückt, es ist vor-
teilhaft, den TFT innerhalb der Bedingungen |Vds| <
|Vgs-Vth| zu betreiben.

[0233] Das EL-Element besitzt eine äußerst kurze 
Reaktionszeit im Vergleich zu einem Flüssigkristalle-
lement, und daher ist es möglich, eine hohe Ansteu-
ergeschwindigkeit zu erreichen. Daher ist das 
EL-Element geeignet für eine Zeitverhältnisgraustu-
fenansteuerung, in welchem ein Bildrahmen in meh-
rere Teilnahmen unterteilt wird und damit eine Grau-
stufenanzeige verwirklicht wird. Ferner ergibt sich der 
Vorteil, dass die Dauer eines Bildrahmens kurz ist 
und damit kann die Zeitdauer, in der die Gatespan-
nung des Stromsteuer-TFT's beibehalten wird, eben-

falls kurz sein und ein Speicherkondensator kann 
kleiner gemacht werden oder ganz weggelassen 
werden.

[0234] Die vorliegende Erfindung ist eine Technik, 
die eine Elementstruktur betrifft und es kann daher 
eine beliebige Art der Ansteuerung eingesetzt wer-
den.

Ausführungsform 11

[0235] In der Ausführungsform 11 sind Beispiele der 
Pixelstruktur der EL-Anzeigeeinrichtung der vorlie-
genden Erfindung in den Fig. 21a und Fig. 21b ge-
zeigt. Zu beachten ist, dass in der Ausführungsform 
11 das Bezugszeichen 4701 eine Sourceverdrahtung 
eines Schalt-TFT's 4702 bezeichnet, das Bezugszei-
chen 4703 eine Gateverdrahtung des Schalt-TFT's 
4702 bezeichnet, das Bezugszeichen 4704 einen 
Stromsteuer-TFT bezeichnet, das Bezugszeichen 
4705 eine elektrische Spannungsversorgungsleitung 
bezeichnet, 4706 einen Versorgunsspannungssteu-
er-TFT bezeichnet, 4707 eine Versorgungsspan-
nungssteuergateverdrahtung und 4701 und 4708 ein 
EL-Element bezeichnet. Es wird auf die japanische 
Patentoffenlegungsschrift Hei 11-341272 im Hinblick 
auf die Funktionsweise des Spannungsversorgungs-
steuer-TFT 4706 verwiesen.

[0236] Ferner ist in der Ausführungsform 11 der 
Spannungsversorgungssteuer-TFT 4706 zwischen 
dem Stromsteuer-TFT 4704 und dem EL-Element 
4708 gebildet, wobei jedoch ein Aufbau, in welchem 
der Stromsteuer-TFT 4704 zwischen dem Span-
nungsversorgungs-TFT 4706 und dem EL-Element 
4708 angeordnet ist, ebenfalls angewendet werden 
kann. Ferner ist es vorteilhaft für den Versorgungs-
spannungssteuer-TFT 4706, dass er den gleichen 
Aufbau wie der Stormsteuer-TFT 4707 besitzt, oder 
es können beide TFT's in der gleichen aktiven 
Schicht in Reihe geschaltet sein.

[0237] Fig. 21a ist ein Beispiel eines Falles, in wel-
chem die elektrische Versorgungsspannungsleitung 
4705 zwischen zwei Pixeln gemeinsam verwendet 
ist. D. h., diese Ausführungsform zeichnet sich da-
durch aus, dass die zwei Pixel mit einer linearen 
Symmetrie im Hinblick auf die elektrische Stromver-
sorgungsleitung 4705 hergestellt sind. In diesem Fal-
le kann die Anzahl der elektrischen Spannungsver-
sorgungsleitungen verringert werden, und daher 
kann der Pixelbereich mit einer noch höheren Präzi-
sion bzw. Auflösung hergestellt werden.

[0238] Des weiteren ist Fig. 21b ein Beispiel, in wel-
chem die elektrische Versorgungsspannungsleitung 
4710 parallel zu der Gateverdrahtung 4703 ausgebil-
det ist, wobei eine Versorgungsspannungssteuer-
gateverdrahtung 4711 parallel zu der Sourceverdrah-
tung 4701 gebildet ist. Zu beachten ist, dass in 
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Fig. 23b der Aufbau der Struktur so ist, dass die elek-
trische Versorgungsspannungsleitung 4710 und die 
Gateverdrahtung 4703 nicht miteinander überlappen, 
aber vorausgesetzt, dass beide Verdrahtungen auf 
unterschiedlichen Schichten hergestellt sind, können 
diese auch überlappend hergestellt werden, wobei 
eine Isolationsschicht dazwischen eingeschlossen 
ist. In diesem Falle kann der Oberflächenbereich der 
elektrischen Versorgungsspannungsleitung 4710
und der Gateverdrahtung 4703 gemeinsam auftreten 
und der Pixelabschnitt kann mit einer noch höheren 
Auflösung hergestellt werden.

Ausführungsform 12

[0239] In der Ausführungsform 12 sind Beispiele 
des Pixelaufbaus der EL-Anzeigeeinrichtung der vor-
liegenden Erfindung in den Fig. 22a und Fig. 22b ge-
zeigt. Zu beachten ist, dass in der Ausführungsform 
12 Bezugszeichen 4801 eine Sourceverdrahtung ei-
nes Schalt-TFT's 4802 bezeichnet, das Bezugszeich-
nen 4803 eine Gatverdrahtung des Schalt-TFT's 
4802 benennt, das Bezugszeichen 4804 einen 
Stromsteuer-TFT bezeichnet, 4805 eine elektrische 
Versorgungsspannungsleitung bezeichnet, 4806 ei-
nen Lösch-TFT benennt, 4807 eine Löschgatever-
drahtung bezeichnet und 4808 ein EL-Element be-
zeichnet. Im Hinblick auf die Funktion des 
Lösch-TFT's 4806 sei auf die japanische Patentoffen-
legungsschrift Hei 11-338786 verwiesen.

[0240] Das Drain des Lösch-TFT's 4806 ist mit ei-
nem Gate des Stromsteuer-TFT's 4804 verbunden, 
und es ist möglich, die Gatespannung des Strom-
steuer-TFT's 4804 gezielt zu ändern. Zu beachten ist, 
dass ein n-Kanal-TFT oder ein p-Kanal-TFT für den 
Lösch-TFT 4806 eingesetzt werden kann, aber es ist 
vorteilhaft, diesen mit dem gleichen Aufbau wie den 
Schalt-TFT 4802 vorzusehen, so dass der Sperr-
strom klein gehalten werden kann.

[0241] Fig. 22a ist ein Beispiel, in welchem die elek-
trische Versorgungsspannungsleitung 4805 gemein-
sam für zwei Pixel vorgesehen ist. D. h., diese Aus-
führungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die 
beiden Pixel mit einer linearen Symmetrie in Bezug 
auf die elektrische Versorgungsspannungsleitung 
4805 hergestellt sind. In diesem Falle kann die An-
zahl der elektrischen Versorgungsspannungsleitun-
gen verringert werden, und daher kann der Pixelab-
schnitt mit einer noch höheren Präzision hergestellt 
werden.

[0242] Ferner ist Fig. 22b ein Beispiel, in welchem 
eine elektrische Versorgungsspannungsleitung 4810
parallel zu der Gateverdrahtung 4803 ausgebildet ist, 
und wobei eine Löschgateverdrahtung 4811 parallel 
zu der Sourceverdrahtung 4801 hergestellt ist. Zu be-
achten ist, dass in Fig. 22b der Aufbau so gewählt ist, 
dass die elektrische Versorgungsspannungsleitung 

4810 und die Gateverdrahtung 4803 nicht überlap-
pen, wobei, vorausgesetzt, dass beide Verdrahtun-
gen auf unterschiedlichen Schichten ausgebildet 
sind, diese auch überlappend hergestellt werden 
können, wobei eine Isolationsschicht dazwischen 
eingeschlossen ist. In diesem Falle kann der Oberflä-
chenbereich der elektrischen Versorgungsspan-
nungsleitung 4810 und der Gateverdrahtung 4803 für 
beide gemeinsam genutzt werden, und der Pixelab-
schnitt kann mit noch höherer Präzision bzw. Auflö-
sung hergestellt werden.

Ausführungsform 13

[0243] Die EL-Anzeigeeinrichtung der vorliegenden 
Erfindung kann einen Aufbau aufweisen, in welchem 
mehrerer TFT's innerhalb eines Pixels ausgebildet 
sind. In den Ausführungsformen 11 und 12 sind Bei-
spiele mit drei TFT's gezeigt, aber es können auch 4 
bis 6 TFT's hergestellt werden. Es ist möglich, die 
vorliegende Erfindung zu verwirklichen, ohne dass ir-
gendwelche Beschränkungen im Hinblick auf den 
Aufbau der Pixel der EL-Anzeigeeinrichtung auferlegt 
werden.

Ausführungsform 14

[0244] In der Ausführungsform 14 wird ein Beispiel 
für die Verwendung eines p-Kanal-TFT's als Strom-
steuer-TFT 202 der Fig. 1 erläutert. Zu beachten ist, 
dass andere Bereiche gleich sind wie dies in Fig. 1
gezeigt ist, und daher wird eine detailliertere Erläute-
rung dieser anderen Bereiche weggelassen.

[0245] In Fig. 23 ist ein Querschnitt des Aufbaus 
des Pixel der Ausführungsform 14 gezeigt. Für ein 
Verfahren zur Herstellung des p-Kanal-TFT's, der in 
der Ausführungsform 14 verwendet ist, sei auf die 
Ausführungsform 1 verwiesen. Eine aktive Schicht 
des p-Kanal-TFT's umfasst ein Sourcegebiet 2801, 
ein Draingebiet 2802 und ein kanalbildendes Gebiet 
2803, wobei das Sourcegebiet 2801 mit der Source-
verdrahtung 36 und das Draingebiet 2802 mit der 
Drainverdrahtung 37 verbunden ist.

[0246] Für Beispiele, in denen die Anode eines 
EL-Elements mit dem Stromsteuer-TFT verbunden 
ist, ist es vorteilhaft, den p-Kanal-TFT als den Strom-
steuer-TFT zu verwenden.

[0247] Zu beachten ist, dass es möglich ist, den Auf-
bau der Ausführungsform 14 in beliebiger Weise mit 
dem Aufbau der Ausführungsformen 1 bis 13 zu kom-
binieren.

Ausführungsform 15

[0248] Unter Anwendung eines EL-Materials, in 
welchem eine Phosphoreszenz von einem Exzition 
mit Dreifachzustand bei Lichtemission in der Ausfüh-
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rungsform 15 verwendet werden kann, kann die 
Quanteneffizienz für die externe Emission deutlich 
erhöht werden. Indem dies angewendet wird, ist es 
möglich, das EL-Element mit geringerer Leistungs-
aufnahme, längerer Lebensdauer und geringerem 
Gewicht bereitzustellen.

[0249] Nähere Details über die Verwendung von Ex-
zitonen mit dreifachem Zustand und dem Vergrößern 
der externen Emissionsquanteneffizienz sind in den 
folgenden Dokumenten enthalten. 
Tsutsui, T., Adachi, C., und Saito, S., photochemische 
Prozesse in organisierten Molekularsystemen, Ed., 
Honda, K., (Elsevier Sci., Veröffentlichung Tokio 
1991), Seite 437.

[0250] Die molekulare Formel des EL-Materials 
(Courmarin-Pigment), die in den obigen Dokument 
angegeben ist, ist nachfolgend gezeigt. 

Baldo, M. A., O'Brien, D. F., You, Y., Shoustikov, A., 
Sibley, S., Thompson, M. E., und Forrest S. R., Na-
ture 395 (1998), Seite 151.

[0251] Die molekulare Formel des EL-Materials 
(PT-Komplex), die in den obigen Dokument angege-
ben ist, ist wie folgt. 

Bald, M. A., Lamasky, S., Burrows, P. E., Thompson, 
M. E. und Forrest, S. R., Appl. Phys. Letters 75 
(1999), Seite 4. 
Tsutui, T., Yang, M. J., Yahiro, M., Nakamura, K., Wa-
tanabe, T., Tsuji, T., Fukuda, Y., Wakimoto, T., Maya-
guchi, S., Japanische Appl. Phys. 38 (12B) (1999) 
11502.

[0252] Die molekulare Formel des EL-Materials 
(IR-Komplex), die in diesem Dokument angegeben 
ist, ist nachfolgend gezeigt.

[0253] Vorausgesetzt, dass die Phosphoreszenze-
mission von Exzitionen mit dreifachem Zustand ver-
wendet werden kann, dann ist es prinzipiell möglich, 
eine externe Emissionsquanteneffizienz zu errei-
chen, die drei bis vier mal größer ist als für die Bei-
spiele unter Anwendung einer Fluoreszenzemission 
von Exzitonen mit einfachem Zustand. Zu beachten 
ist, dass es möglich ist, den Aufbau der Ausführungs-
form 15 in geeigneter Weise mit dem Aufbau der Aus-
führungsformen 1 bis 13 zu kombinieren.

Ausführungsform 16

[0254] In der Ausführungsform 1 ist es vorteilhaft, 
ein organisches EL-Material als eine EL-Schicht zu 
verwenden, wobei jedoch die vorliegende Erfindung 
auch unter Anwendung eines anorganischen EL-Ma-
terials eingerichtet werden kann. Jedoch besitzen ak-
tuelle anorganische EL-Materialien eine sehr hohe 
Ansteuerspannung und daher muss ein TFT, der ent-
sprechende Spannungswiderstandseigenschaften 
aufweist, die die Ansteuerspannung aushalten, in 
Fällen mit analoger Ansteuerung verwendet werden.

[0255] Wenn alternativ anorganische EL-Materia-
lien mit geringeren Ansteuerspannungen als konven-
tionelle anorganische EL-Materialien entwickelt wer-
den, dann ist es möglich, auch diese in der vorliegen-
den Erfindung einzusetzen.

[0256] Ferner ist es möglich, den Aufbau der Aus-
führungsform 16 in beliebiger Weise mit den Ausfüh-
rungsformen 1 bis 14 zu kombinieren.

Ausführungsform 17

[0257] Eine EL-Anzeigeeinrichtung mit aktiver Ma-
trix (EL-Modul), das durch Umsetzen der vorliegen-
den Erfindung hergestellt ist, besitzt verbesserte op-
tische Eigenschaften an hellen Positionen im Ver-
gleich zu einer Flüssigkristallanzeige, da sie eine 
selbstleuchtende Einrichtung ist. Sie besitzt daher 
eine breite Fülle von Anwendungen als eine EL-An-
zeige mit direkter Draufsicht, wodurch eine Anzeige 
mit einem EL-Modul gemeint ist).

[0258] Zu beachten ist, dass ein großer Betrach-
tungswinkel als ein Vorteil angegeben werden kann, 
den eine EL-Anzeige gegenüber einer Flüssigkristall-
anzeige aufweist. Die EL-Anzeige der vorliegenden 

(Formel 8)

(Formel 9)

(Formel 10)
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Erfindung kann daher als eine Anzeige (Anzeigemo-
nitor) mit einer Diagonale gleich 30 Inch oder größer 
verwendet werden (typischerweise 40 Inch oder grö-
ßer), um damit den Erfordernissen für Fernsehen mit-
tels großer Bildschirme gerecht zu werden.

[0259] Die Anzeige gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann nicht nur als eine EL-Anzeige (etwa für 
Personalcomputermonitore, TV-Bildschirme oder an-
dere Anzeigemonitore für Werbungszwecke) ver-
wendet werden, sondern sie kann auch als eine An-
zeige für diverse elektronische Einrichtungen ver-
wendet werden.

[0260] Das Folgende kann als Beispiele für derarti-
ge elektronische Bauelemente betrachtet werden: Vi-
deokamera; Digitalkamera; direkt getragene Anzeige 
(auf Kopf montierte Anzeige); Fahrzeugnavigations-
system; Personalcomputer; tragbares Informations-
endgerät (etwa ein mobiler Computer, ein Mobiltele-
fon oder ein elektronisches Buch); und eine Bildwie-
dergabeeinrichtung unter Anwendung eines Auf-
zeichnungsmediums (insbesondere ein Gerät, das 
die Wiedergabe eines Aufzeichnungsmediums aus-
führt und mit einer Anzeige versehen ist, die diese 
Bilder wiedergeben kann, etwa Kompaktdisketten 
(CD), Laserdisketten (LD) oder eine digitale Video-
diskette (DVD)). Beispiele dieser elektronischen Ge-
räte sind in den Fig. 16a bis Fig. 16f gezeigt.

[0261] Fig. 16a ist ein Personalcomputer mit einem 
Grundkörper 2001, einem Gehäuse 2002, einem An-
zeigebereich 2003 und einer Tastatur 2004. Die vor-
liegende Erfindung kann in dem Anzeigebereich 
2003 eingesetzt werden.

[0262] Fig. 16b ist eine Videokamera mit einem 
Grundkörper 2101, einem Anzeigebereich 2102, ei-
nem Audioeingabebereich 2103, Bedienschalter 
2104, einer Batterie 2105 und einem Bildaufnahme-
bereich 2106. Die vorliegende Erfindung kann in dem 
Anzeigebereich 2102 verwendet werden.

[0263] Fig. 16c ist eine Anzeige in Form einer Brille 
mit einem Grundkörper 2201, einem Anzeigebereich 
2202 und einem Hebel- bzw. Trägerbereich 2203. Die 
vorliegende Erfindung kann in dem Anzeigebereich 
2202 vorgesehen werden.

[0264] Fig. 16d ist ein tragbarerer Computer mit ei-
nem Grundkörper 2301, einem Kamerabereich 2302, 
einem Bildempfangsbereich 2303, Bedientasten 
2304 und einem Anzeigebereich 2305. Die vorliegen-
de Erfindung kann in dem Anzeigebereich 2305 ein-
gesetzt werden.

[0265] Fig. 16e ist ein Bildwidergabegerät (insbe-
sondere ein DVD-Abspielgerät), das mit einem Auf-
zeichnungsmedium versehen ist, und das einen 
Grundkörper 2401, ein Aufzeichnungsmedium (etwa 

eine CD, eine LD oder eine DVD) 2402 Bedienschal-
ter 2403, einen Anzeigebereich (a) 2404 und einen 
Anzeigebereich (b) 2405 aufweist. Der Anzeigebe-
reich (a) wird hauptsächlich zum Darstellen von Bild-
information verwendet, und der Bildbereich (b) wird 
hauptsächlich zum Darstellen von Textinformation 
verwendet, und die vorliegende Erfindung kann in 
dem Bildbereich (a) und dem in dem Bildbereich (b) 
eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass die vorlie-
gende Erfindung als ein Bildwiedergabegerät, das 
mit einem Aufzeichnungsmedium versehen ist, in 
Geräten verwendet werden kann, etwa einen CD-Ab-
spielgerät und einer Spielkonsole.

[0266] Fig. 16f ist eine EL-Anzeige mit einem Ge-
häuse 2501, einer Halterung 2502 und einem Anzei-
gebereich 2503. Die vorliegende Erfindung kann in 
dem Anzeigebereich 2503 eingesetzt werden. Die 
EL-Anzeige der vorliegenden Erfindung ist insbeson-
dere vorteilhaft, wenn der Bildschirm groß gemacht 
wird und ist günstig für Anzeigegeräte mit einer Dia-
gonale von mehr als 10 Inch (insbesondere von 30 
Inch oder größer).

[0267] Wenn ferner die Emissionshelligkeit der 
EL-Materialien in Zukunft größer wird, ist es möglich, 
die vorliegende Erfindung in einem Projektor des 
Frontseitentyps oder des Rückseitentyps einzuset-
zen.

[0268] Die obigen elektronischen Elemente werden 
immer häufiger eingesetzt, um Informationen darzu-
stellen, die über eine elektronische Sendeschaltung, 
etwa das Internet oder CATV (Kabelfernsehen) be-
reitgestellt werden und insbesondere werden diese 
Geräte für Gelegenheiten zur Darstellung von Anima-
tionsinformation zunehmend eingesetzt. Die Reakti-
onszeit der EL-Materialien ist äußerst hoch und da-
her sind EL-Anzeigen zum Ausführen dieser Art von 
Anzeige besonders geeignet.

[0269] Der Emissionsbereich der EL-Anzeige ver-
braucht Leistung, und daher ist es vorteilhaft, die Dar-
stellung der Information so zu wählen, dass der Emis-
sionsbereich möglichst klein ist. Wenn daher das 
EL-Anzeigegerät in einem Anzeigebereich verwen-
det wird, der hauptsächlich zur Textinformationsdar-
stellung dient, etwa ein tragbares Informationsendge-
rät, insbesondere ein tragbares Telefon oder ein 
Fahrzeugaudiosystem, ist es vorteilhaft, das Gerat so 
anzusteuern, dass lichtemittierende Bereiche als 
Hintergrund erscheinen und das zeichenbildende In-
formationen in emittierenden Bereichen sind.

[0270] Fig. 20a ist ein tragbares Telefon mit einem 
Grundkörper 2601, einem Audioausgangsbereich 
2602, einem Audioeingangsbereich 2603, einem An-
zeigebereich 2604, Bedientaste 2605 und einer An-
tenne 2602. Die EL-Anzeigeeinrichtung der vorlie-
genden Erfindung kann in dem Anzeigebereich 2604
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vorgesehen werden. Zu beachten ist, dass durch 
Darstellen weißer Zeichen auf einem schwarzen Hin-
tergrund in dem Anzeigebereich 2604 der Leistungs-
verbrauch des tragbaren Telefons verringert werden 
kann.

[0271] Fig. 20b ist ein bordinternes Audiosystem 
(Fahrzeugaudiosystem) mit einem Grundkörper 
2701, einem Anzeigebereich 2702 und Bedientaste 
2703 und 2704. Das EL-Anzeigegerät der vorliegen-
den Erfindung kann in dem Anzeigebereich 2702 ein-
gesetzt werden. Ferner ist ein bordinternes Audio-
system in der Ausführungsform 17 gezeigt, aber es 
kann auch ein stationäres Audiosystem verwendet 
werden. Zu beachten ist, dass durch Anzeigen von 
weißen Symbolen auf einem schwarzen Hintergrund 
in dem Anzeigebereich 2702 dessen Leistungsauf-
nahme verringert werden kann.

[0272] Der Bereich für Anwendungen der vorliegen-
den Erfindung ist somit sehr weiträumig und es ist 
möglich, die vorliegende Erfindung auf elektronische 
Geräte in allen Gebieten anzuwenden. Ferner kön-
nen die elektronischen Geräten der Ausführungsform 
17 verwirklicht werden, indem ein beliebiger Aufbau 
entsprechender Kombinationen der Ausführungsfor-
men 1 bis 16 eingesetzt wird.

[0273] Durch Anwenden der vorliegenden Erfin-
dung ist es möglich, ein Pixel herzustellen, in wel-
chem TFT's mit einem optimalen Funktionsverhalten 
im Hinblick auf die Spezifikationen, die für Elemente 
erforderlich sind, auf dem gleichen Substrat herge-
stellt werden, und das Funktionsverhalten und die 
Zuverlässigkeit einer EL-Anzeigeeinrichtung mit akti-
ver Matrix können deutlich verbessert werden.

[0274] Durch Anwenden dieser Art eines EL-Anzei-
geelements als Anzeige ist es möglich, Produkte 
(elektrische Anlagen) mit guter Bildqualität und Halt-
barkeit (hohe Zuverlässigkeit) herzustellen.

Patentansprüche

1.  Elektronische Einrichtung mit einem Pixel, das 
umfasst:  
einen ersten TFT (201);  
einen zweiten TFT (202), der ein Gate (35) aufweist, 
das elektrisch mit dem ersten TFT (201) verbunden 
ist; und  
ein EL-Element (203), das elektrisch mit dem zweiten 
TFT verbunden ist,  
dadurch gekennzeichnet dass  
der erste TFT (201) eine aktive Schicht aufweist, in 
der zwei oder mehr Kanal bildende Gebiete (17a und 
17b), die in Reihe verbunden sind, ausgebildet sind, 
und  
eine Kanalbreite des zweiten TFT (202) größer ist als 
eine Kanalbreite des ersten TFT (201).

2.  Elektronische Einrichtung nach Anspruch 1, 
wobei eine Gleichung:  
W2/L2 ≥ 5×W1/L1 erstellt wird, in der eine Kanallän-
ge des zweiten TFT (202) L2 ist, eine Kanalbreite des 
zweiten TFT (202) W2 ist, eine Kanallänge des ersten 
TFT (201) L1 ist und eine Kanalbreite des ersten TFT 
(201) W1 ist.

3.  Elektronische Einrichtung nach Ansprach 2, 
wobei die Kanallänge (L2) des zweiten TFT (202) 0,1 
bis 50 μm, die Kanalbreite (W2) des zweiten TFT 
(202) 0,5 bis 30 μm, die Kanallänge (L1) des ersten 
TFT (201) 0,2 bis 18 μm und die Kanalbreite (W1) des 
ersten TFT (201) 0,1 bis 5 μm beträgt.

4.  Elektronische Einrichtung nach Anspruch 1, 
wobei der erste TFT (201) ein TFT zum Schalten und 
der zweite TFT (202) ein TFT zur Stromsteuerung ist.

5.  Elektronische Einrichtung nach Anspruch 1, 
wobei ein LDD-Gebiet (15a, 15b, 15c oder 15d) des 
ersten TFT (201) so gebildet ist, dass es nicht mit ei-
ner Gate-Elektrode (19a oder 19b) des ersten TFT 
(201) überlappt, in dem eine Gate-Isolationsschicht 
(18) dazwischen angeordnet ist, und wobei ein 
LDD-Gebiet (33) oder ein Teil davon des zweiten TFT 
(202) so gebildet ist, dass es mit einer Gate-Eletkro-
de (35) des zweiten TFT (202) überlappt.

6.  Elektronische Einrichtung nach Anspruch 1, 
wobei die elektronische Einrichtung eine der folgen-
den Einrichtungen ist: Eine Videokamera, eine Digi-
talkamera, eine Beobachtungseinreichtung, ein Fahr-
zeugnavigationssystem, ein Personalcomputer, ein 
tragbarerer Computer, eine Mobiltelefon, eine elek-
tronisches Buch, eine Bildwiedergabeeinrichtung un-
ter Verwendung eines Speichermediums.

Es folgen 23 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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